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(67) Zusammenfassung: Eine Halbleitervorrichtung weist
ein Halbleiterelement, eine erste Zuleitung, die elektrisch
mit dem Halbleiterelement verbunden ist, und ein Verbin-
dungselement, das mit dem Halbleiterelement und der ers-
ten Zuleitung verbunden ist, auf. Das Verbindungselement
weist einen Kern auf, der ein erstes Material enthalt, sowie
eine Oberflachenschicht. Die Oberflachenschicht enthalt ein
erstes Metall und bedeckt den Kern. Das erste Material ent-
halt eine Legierung, in der mindestens ein drittes Metall zu
einem zweiten Metall hinzugefligt ist und eine hohere Korro-
sionsbestandigkeit als das zweite Metall aufweist. Das dritte
Metall hat den héchsten Anteil unter den hinzugefligten
Metallen und hat eine héhere Ordnungszahl als das zweite
Metall.
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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft eine
Halbleitervorrichtung.

STAND DER TECHNIK

[0002] Es sind verschiedene Ausgestaltungen flr
Halbleitervorrichtungen mit Halbleiterelementen vor-
geschlagen worden. In einem Beispiel flr eine Halb-
leitervorrichtung ist ein auf einem Die-Pad montiertes
Halbleiterelement Uber einen Draht mit einer Zulei-
tung (,lead“) verbunden, und diese sind mit einem
Dichtungsharz bedeckt. Das Patentdokument 1
offenbart beispielsweise eine solche Halbleitervor-
richtung. Die Halbleitervorrichtung weist ein Halblei-
terelement, eine erste bis eine flnfte Zuleitung,
Bonddrahte und ein Dichtungsharz auf. Das Halblei-
terelement ist auf der Vorderseitenflache eines
Befestigungsabschnitts der ersten Zuleitung mon-
tiert. Die Elektroden des Halbleiterelements und die
zweite bis flinfte Zuleitung sind Gber Bonddrahte mit-
einander verbunden. Das Dichtungsharz bedeckt
das Halbleiterelement, die Bonddrahte und jeweils
einen Teil der ersten bis fiinften Zuleitung. Das Dich-
tungsharz besteht aus einem schwarzen Epoxidharz.

[0003] Im Allgemeinen enthalt das Dichtungsharz
eine Schwefelkomponente, um die Haftung an den
Zuleitungen zu verbessern. Gleichzeitig wird Cu als
Einsatzmaterial fir die Bonddrahte verwendet. In
diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass die Bondd-
rahte durch die Schwefelkomponente und das Halo-
gen, die im Dichtungsharz enthalten sind, korrodiert
werden. Weiterhin werden die Oberflachen der
Bonddrahte wahrscheinlich oxidiert, und die Oxid-
filme kdnnen das Bonden an den Zuleitungen behin-
dern. Ein mdogliches Verfahren, dies zu verhindern,
ist die Verwendung eines Bonddrahtes, bei dem ein
Kern aus Cu mit einer Beschichtung, wie beispiels-
weise Pd, Uberzogen ist. Bei einem solchen Bond-
draht schitzt der Beschichtungsfilm den Kern aus
Cu vor der Schwefelkomponente und dem Halogen
im Dichtungsharz und verhindert zudem, dass der
Kern oxidiert.

DOKUMENT ZUM STAND DER TECHNIK
Patentdokument
[0004] Patentdokument 1: JP-A-2021-27116
[0005] Bei der Bildung eines Bonddrahtes kann sich
jedoch ein Teil des Beschichtungsfilms abldsen,
wodurch ein Teil des Kerns freigelegt wird. In einem

solchen Fall wirkt das Pd in dem Beschichtungsfilm
als Korrosionskatalysator und férdert die Korrosion.
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KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG
Durch die Erfindung zu I6sendes Problem

[0006] Die vorliegende Offenbarung wurde vor dem
Hintergrund der obigen Umstande konzipiert, und
eine Aufgabe der vorliegenden Offenbarung ist es,
eine Halbleitervorrichtung bereitzustellen, die in der
Lage ist, die durch Schwefel bedingte Korrosion
eines Verbindungselements zu unterdricken.

Mittel zur Losung des Problems

[0007] Eine gemal der vorliegenden Offenbarung
bereitgestellte Halbleitervorrichtung weist ein Halb-
leiterelement, eine erste Zuleitung (,lead®), die elekt-
risch mit dem Halbleiterelement verbunden ist, und
ein Verbindungselement, das mit dem Halbleiterele-
ment und der ersten Zuleitung verbunden ist, auf.
Das Verbindungselement weist einen Kern auf, der
ein erstes Material enthalt, und eine Oberflachen-
schicht, die ein erstes Metall enthalt und den Kern
bedeckt. Das erste Material weist eine Legierung
auf, in der mindestens ein drittes Metall zu einem
zweiten Metall hinzugefiigt ist und die eine hohere
Korrosionsbestandigkeit als das zweite Metall auf-
weist. Das dritte Metall hat den héchsten Anteil (,pro-
portion®) unter den hinzugefligten Metallen und weist
eine hohere Ordnungszahl (,atomic number*) als das
zweite Metall auf.

Vorteile der Erfindung

[0008] Die Halbleitervorrichtung gemaf der vorlie-
genden Offenbarung ist in der Lage, die durch
Schwefel bedingte Korrosion eines Verbindungsele-
ments zu unterdricken.

[0009] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Offenbarung werden aus der ausfihrlichen
Beschreibung ersichtlich, die nachstehend unter
Bezugnahme auf die beigefligten Zeichnungen
gegeben wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Fig. 1 ist eine Draufsicht auf eine Halbleitervor-
richtung geman einer ersten Ausfihrungsform
der vorliegenden Offenbarung.

Fig. 2 ist eine Draufsicht auf die in Fig. 1
gezeigte Halbleitervorrichtung, bei Betrachtung
durch ein Harzelement.

Fig. 3ist eine Vorderansicht derin Fig. 1 gezeig-
ten Halbleitervorrichtung.

Fig. 4 ist eine Vorderansicht derin Fig. 1 gezeig-
ten Halbleitervorrichtung, bei Betrachtung durch
ein Harzelement.
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Fig. 5 ist eine linke Seitenansicht der in Fig. 1
gezeigten Halbleitervorrichtung.

Fig. 6 ist eine Schnittansicht entlang der Linie
VI-VI in Fig. 2.

Fig. 7 ist eine vergroRerte Ansicht eines Teils
von Fig. 6.

Fig. 8 ist eine vergroRerte Ansicht eines Teils
von Fig. 6.

Fig. 9 ist eine schematische Schnittansicht
eines elektronischen Bauteils gemal der ersten
Ausfuhrungsform.

Fig. 10 ist ein Schaltplan, der ein Beispiel fur die
Schaltungskonfiguration der Halbleitervorrich-
tung aus Fig. 1 zeigt.

Fig. 11 ist eine Draufsicht auf eine Halbleitervor-
richtung gemalf einer zweiten Ausfuhrungsform
der vorliegenden Offenbarung, bei Betrachtung
durch ein Harzelement.

Fig. 12 ist eine Schnittdarstellung entlang der
Linie XII-XII in Fig. 11.

Fig. 13 ist eine vergroRerte Ansicht eines Teils
von Fig. 12.

Fig. 14 ist eine vergrofierte Ansicht eines Teils
von Fig. 12.

Fig. 15 ist eine Draufsicht auf eine Halbleitervor-
richtung gemaR einer dritten Ausfihrungsform
der vorliegenden Offenbarung, bei Betrachtung
durch ein Harzelement.

Fig. 16 ist eine Draufsicht auf eine Halbleitervor-
richtung geman einer vierten Ausfihrungsform
der vorliegenden Offenbarung, bei Betrachtung
durch ein Harzelement.

Fig. 17 ist eine Draufsicht auf eine Halbleitervor-
richtung gemaR einer finften Ausfihrungsform
der vorliegenden Offenbarung, bei Betrachtung
durch ein Harzelement.

AUSFUHRUNGSFORM DER ERFINDUNG

[0010] Im Folgenden werden bevorzugte Ausflih-
rungsformen der vorliegenden Offenbarung unter
Bezugnahme auf die Zeichnungen ausfuhrlich
beschrieben.

[0011] Eine Halbleitervorrichtung A10 gemaR einer
ersten Ausfiihrungsform der vorliegenden Offenba-
rung wird anhand der Fig. 1 bis 9 beschrieben. Die
Halbleitervorrichtung A10 ist fir die Oberflachen-
montage auf einer Leiterplatte einer Vielzahl von
Geraten vorgesehen. Die Halbleitervorrichtung A10
kann beispielsweise ein als SOP (Small Outline
Package) bezeichnetes Gehause haben. Der Geh-
ausetyp der Halbleitervorrichtung A10 ist nicht einge-
schrankt. Die Halbleitervorrichtung A10 ist beispiels-
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weise ein Stromversorgungs-IC. Die Verwendung
und die Funktion der Halbleitervorrichtung A10 sind
nicht eingeschrankt. Die Halbleitervorrichtung A10 ist
in Richtung der Dicke gesehen rechteckig (oder im
Allgemeinen rechteckig). Die Abmessungen der
Halbleitervorrichtung A10 sind nicht besonders ein-
geschrankt. Die Halbleitervorrichtung A10 weist ein
elektronisches Bauteil 1, ein leitendes Tragerelement
4, Verbindungselemente 5 und ein Harzelement 6
auf.

[0012] Fig. 1 ist eine Draufsicht auf die Halbleiter-
vorrichtung A10. Fig. 2 ist eine Draufsicht auf die
Halbleitervorrichtung A10. Zum besseren Verstand-
nis ist in Fig. 2 das Harzelement 6 transparent dar-
gestellt, und die Umrisse des Harzelements 6 sind
durch gedachte Linien (doppelt gestrichelte Linien)
gekennzeichnet. Fig. 3 ist eine Vorderansicht der
Halbleitervorrichtung A10. Fig. 4 ist eine Vorderan-
sicht der Halbleitervorrichtung A10. Zum besseren
Verstandnis ist in Fig. 4 das Kunstharzteil 6 transpa-
rent dargestellt und die Umrisse des Kunstharzteils 6
sind durch gedachte Linien (doppelt gestrichelte
Linien) gekennzeichnet. Es ist zu beachten, dass
die Verbindungselemente 5 in Fig. 4 weggelassen
sind. Fig. 5 ist eine linke Seitenansicht der Halbleiter-
vorrichtung A10. Fig. 6 ist eine Schnittansicht ent-
lang der Linie VI-VI in Fig. 2. Fig. 7 ist eine vergro-
Rerte Ansicht eines Teils von Fig. 6. Fig. 8 ist eine
vergrélRerte Ansicht eines Teils von Fig. 6. Fig. 9 ist
eine schematische Schnittdarstellung des elektron-
ischen Bauteils 1 (erste Halbleiterelemente 2A und
2B, die spater beschrieben werden).

[0013] Der einfachen Beschreibung halber wird die
Dickenrichtung der Halbleitervorrichtung A10 als
eine z-Richtung definiert, die Richtung (die horizon-
tale Richtung in den Fig. 1 und 2) entlang einer Seite
der Halbleitervorrichtung A10, die orthogonal zur z-
Richtung ist, wird als eine x-Richtung definiert, und
die Richtung (die vertikale Richtung in den Fig. 1
und 2) orthogonal zur z-Richtung und zur x-Richtung
wird als eine y-Richtung definiert. In der folgenden
Beschreibung kann eine Seite in z-Richtung (die
obere Seite in der Vorderansicht in Fig. 3) mit ,nach
oben® oder ,obere” bezeichnet werden, wahrend die
andere Seite in z-Richtung (die untere Seite in der
Vorderansicht in Fig. 3) mit ,nach unten“ oder
Luntere” bezeichnet werden kann. Diese Beschrei-
bung schrankt jedoch die Haltung oder Orientierung
der Halbleitervorrichtung A10 nicht ein.

[0014] Das elektronische Bauteil 1 dient als funktio-
naler Kern der Halbleitervorrichtung A10. Das elekt-
ronische Bauteil 1 ist an das leitende Tragerelement
4 (dem spater beschriebenen Die-Pad 46) mit einem
nicht dargestellten Bondmaterial gebondet. Das
elektronische Bauelement 1 weist zwei erste Halblei-
terelemente 2A und 2B und ein zweites Halbleiterele-
ment 3 auf.
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[0015] Die ersten Halbleiterelemente 2A und 2B
sind zum Beispiel jeweils ein MOSFET (Metall-
Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor). Die ersten
Halbleiterelemente 2A und 2B sind jeweils nicht auf
einen MOSFET beschrankt und kénnen auch andere
Transistoren sein, wie z. B. ein Bipolartransistor oder
ein IGBT (Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elekt-
rode), oder kann beispielsweise eine Diode sein.

[0016] Wie in den Fig. 2 und 9 gezeigt, weist das
erste Halbleiterelement 2A ein Halbleitersubstrat
21A, eine Verdrahtungsschicht 23A, einen Schutz-
film 24A und eine Mehrzahl von Elektrodenpads
251A und 252A (in Fig. 9 nicht gezeigt) auf.

[0017] Das Halbleitersubstrat 21A ist aus einem
Halbleitermaterial, wie Si (Silizium), SiC (Siliziumkar-
bid) und Ga,0O3 (Galliumoxid), hergestellt. Das Halb-
leitersubstrat 21A hat eine Substrat-Vorderseitenfla-
che 211A und eine Substrat-Rickseitenflache 212A,
wie in Fig. 9 gezeigt. Die Substrat-Vorderseitenfla-
che 211A und die Substrat-Rickseitenflache 212A
sind in z-Richtung voneinander beabstandet. Die
Substrat-Vorderseitenflache 211A ist nach oben
gerichtet. Die Substrat-Rulckseitenflache 212A ist
nach unten gerichtet.

[0018] Wie in Fig. 9 gezeigt, weist das Halbleiter-
substrat 21A einen aktiven Bereich 220A auf, der
auf der Seite der Substrat-Vorderseitenflache 211A
ausgebildet ist. Der aktive Bereich 220A weist die
Halbleiterbereiche 221A, 222A und 223A auf. Der
Halbleiterbereich 221A ist, z. B., ein Drain-Bereich.
Der Halbleiterbereich 222A ist, z. B., ein Source-
Bereich. Der Halbleiterbereich 223A ist z. B. ein
Gate-Bereich.

[0019] Wie in Fig. 9 gezeigt, ist die Verdrahtungs-
schicht 23A auf der Substrat-Vorderseitenflache
211A des Halbleitersubstrats 21A ausgebildet. Die
Verdrahtungsschicht 23A besteht aus einer Mehrzahl
von leitenden Schichten 231 und einer Mehrzahl von
Isolierschichten 232, die abwechselnd laminiert sind.
Die leitenden Schichten 231 sind durch Kontaktlo-
cher 233, die die Isolierschichten 232 durchdringen,
elektrisch miteinander verbunden. Die in Fig. 9
gezeigte Ausgestaltung ist ein Beispiel, und die Ver-
drahtungsschicht 23A ist nicht auf diese ein-
geschrankt.

[0020] Wie in Fig. 9 gezeigt, ist die Schutzfolie 24A
auf der Verdrahtungsschicht 23A ausgebildet und
bedeckt die obere Oberflache der Verdrahtungs-
schicht 23A. Wie in Fig. 2 gezeigt, weist die Schutz-
folie 24A Offnungen auf, und die Elektrodenpads
251A und 252A liegen durch die Offnungen frei. Die
Schutzschicht 24A ist beispielsweise eine SizNy-
Schicht oder eine SiO,-Schicht, die durch Plasma-
CVD gebildet wird, oder eine Polyimidharzschicht,
die durch Beschichtung gebildet wird. Die Schutz-

schicht 24A kann auch durch eine Kombination der-
selben gebildet werden.

[0021] Die Elektrodenpads 251A und 252A sind
jeweils ein Anschluss des ersten Halbleiterelements
2A. Die Elektrodenpads 251A sind jeweils Uber die
Verdrahtungsschicht 23A elektrisch mit dem Halblei-
terbereich 221A verbunden. Somit ist jedes Elektro-
denpad 251A ein Drain-Anschluss des ersten Halb-
leiterelements 2A. Eines der Verbindungselemente 5
(ein spater beschriebener Draht 51) ist an jedes
Elektrodenpad 251A gebondet. Das Elektrodenpad
252A ist Uber die Verdrahtungsschicht 23A elektrisch
mit dem Halbleiterbereich 222A verbunden. Somit ist
das Elektrodenpad 252A ein Source-Anschluss des
ersten Halbleiterelements 2A. Eines der Verbin-
dungselemente 5 (ein spater beschriebener Draht
53) ist an das Elektrodenpad 252A gebondet.

[0022] Wie in den Fig. 2 und 9 gezeigt, weist das
erste Halbleiterelement 2B ein Halbleitersubstrat
21B, eine Verdrahtungsschicht 23B, einen Schutz-
film 24B und eine Mehrzahl von Elektrodenpads
251B (in Fig. 9 nicht gezeigt) und 252B auf.

[0023] Das Halbleitersubstrat 21B ist aus einem
Halbleitermaterial, wie Si (Silizium), SiC (Siliziumkar-
bid) und Ca,O3 (Galliumoxid) hergestellt. Das Halb-
leitersubstrat 21B hat eine Substrat-Vorderseitenfla-
che 211B und eine Substrat-Ruickseitenflache 212B,
wie in Fig. 9 gezeigt. Die Substrat-Vorderseitenfla-
che 211B und die Substrat-Rlckseitenflache 212B
sind in z-Richtung voneinander beabstandet. Die
Substrat-Vorderseitenflache 211B ist nach oben
gerichtet. Die Substrat-Rlckseitenflache 212B ist
nach unten gerichtet.

[0024] Wie in Fig. 9 gezeigt, weist das Halbleiter-
substrat 21B einen aktiven Bereich 220B auf, der
auf der Seite der Substrat-Vorderseitenflache 211B
ausgebildet ist. Der aktive Bereich 220B weist die
Halbleiterbereiche 221B, 222B und 223B auf. Der
Halbleiterbereich 221B ist beispielsweise ein Drain-
Bereich. Der Halbleiterbereich 222B ist, beispiels-
weise ein Source-Bereich. Der Halbleiterbereich
223B ist beispielsweise ein Gate-Bereich.

[0025] Wie in Fig. 9 gezeigt, ist die Verdrahtungs-
schicht 23B auf der Substrat-Vorderseitenflache
211B des Halbleitersubstrats 21B ausgebildet. Die
Verdrahtungsschicht 23B ist auf die gleiche Weise
wie die Verdrahtungsschicht 23A ausgestaltet. Das
heif3t, die Verdrahtungsschicht 23B besteht aus
einer Mehrzahl von leitenden Schichten 231 und
einer Mehrzahl von Isolierschichten 232, die
abwechselnd laminiert sind. Die leitenden Schichten
231 sind durch Kontaktlocher 233, die die Isolier-
schichten 232 durchdringen, elektrisch miteinander
verbunden. Die in Fig. 9 gezeigte Ausgestaltung ist
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ein Beispiel, und die Verdrahtungsschicht 23B ist
nicht auf diese beschrankt.

[0026] Wie in Fig. 9 gezeigt, ist die Schutzfolie 24B
auf der Verdrahtungsschicht 23B ausgebildet und
bedeckt die obere Oberflache der Verdrahtungs-
schicht 23B. Wie in Fig. 2 gezeigt, weist die Schutz-
folie 24B Offnungen auf, und die Elektrodenpads
251B und 252B liegen durch die Offnungen frei. Die
Schutzschicht 24B ist beispielsweise eine SizNy-
Schicht oder eine SiO»-Schicht, die durch Plasma-
CVD gebildet wird, oder eine Polyimidharzschicht,
die durch Beschichten gebildet wird. Die Schutz-
schicht 24B kann auch durch eine Kombination der-
selben gebildet werden. Die Schutzfolie 24A und die
Schutzfolie 24B kénnen einstiickig ausgebildet sein.

[0027] Die Elektrodenpads 251B und 252B sind
jeweils ein Anschluss des ersten Halbleiterelements
2B. Das Elektrodenpad 251B ist Uber die Verdrah-
tungsschicht 23B elektrisch mit dem Halbleiterbe-
reich 221B verbunden. Somit ist jedes Elektroden-
pad 251B ein Drain-Anschluss des ersten
Halbleiterelements 2B. Eines der Verbindungsele-
mente 5 (ein spater beschriebener Draht 54) ist an
das Elektrodenpad 251B gebondet. Die Elektroden-
pads 252B sind Uber die Verdrahtungsschicht 23B
elektrisch mit dem Halbleiterbereich 222B verbun-
den. Somit ist das Elektrodenpad 252B ein Source-
Anschluss des ersten Halbleiterelements 2B. Eines
der Verbindungselemente 5 (ein spater beschriebe-
ner Draht 52) ist an jedes Elektrodenpad 252B
gebondet.

[0028] Das zweite Halbleiterelement 3 ist beispiels-
weise ein Treiber-IC. Das zweite Halbleiterelement 3
aktiviert und steuert die ersten Halbleiterelemente 2A
und 2B. Das zweite Halbleiterelement 3 ist elektrisch
mit jedem der ersten Halbleiterelemente 2A und 2B
verbunden. In einem Beispiel ist das zweite Halblei-
terelement 3 elektrisch mit dem Halbleiterbereich
223A (dem Gate-Bereich) des ersten Halbleiterele-
ments 2A verbunden und gibt ein Steuersignal an
den Halbleiterbereich 223A (den Gate-Bereich) aus,
um das erste Halbleiterelement 2A zu steuern. In
ahnlicher Weise ist das zweite Halbleiterelement 3
elektrisch mit dem Halbleiterbereich 223B (dem
Gate-Bereich) des ersten Halbleiterelements 2B ver-
bunden und gibt ein Steuersignal an den Halbleiter-
bereich 223B (den Gate-Bereich) aus, um das erste
Halbleiterelement 2B zu steuern.

[0029] Das zweite Halbleiterelement 3 hat eine nach
oben weisende Elementvorderseite 301. Die Ele-
mentvorderseite 301 ist mit einem Schutzfiim 32
bedeckt, der den Schutzfiimen 24A und 24B ahnlich
ist. Der Schutzfilm 32 hat Offnungen, durch die die
Elektrodenpads 31 freigelegt werden. In der vorlie-
genden Ausfuhrungsform ist das zweite Halbleiter-
element 3 mit einer Mehrzahl von Elektrodenpads
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31 ausgebildet. An jedes Elektrodenpad 31 ist ein
jeweiliges der Verbindungselemente 5 (die spater
beschriebenen Drahte 55) gebondet.

[0030] Wenn die Halbleitervorrichtung A10 auf einer
Leiterplatte einer elektronischen Vorrichtung oder
dergleichen montiert ist, bildet das leitende Trager-
element 4 einen leitenden Pfad zwischen dem elekt-
ronischen Bauteil 1 und der Leiterplatte. Das leitende
Tragerelement 4 stiitzt das elektronische Bauteil 1.
Das Einsatzmaterial des leitenden Tragerelements
4 ist beispielsweise Cu (Kupfer) oder eine Kupferle-
gierung. Das Einsatzmaterial des leitenden Trager-
elements 4 ist nicht eingeschrankt. Das leitende Tra-
gerelement 4 besteht aus einem Leiterrahmen, der
durch Stanzen oder Atzen einer Metallplatte herge-
stellt wird. Die Dicke des leitenden Tragerelements 4
betragt beispielsweise etwa 0,2 mm. Wie in Fig. 2
gezeigt, umfasst das leitende Tragerelement 4 eine
Zuleitung 41, eine Zuleitung 42, eine Zuleitung 43,
eine Zuleitung 44, eine Mehrzahl von Zuleitungen
45 und ein Die-Pad 46. Die Zuleitung 41, die Zulei-
tung 42, die Zuleitung 43, die Zuleitung 44, die Zulei-
tungen 45 und das Die-Pad 46 sind voneinander
beabstandet.

[0031] Wie in Fig. 2 dargestellt, umfasst die Zulei-
tung 41 zwei Anschlussabschnitte 411 und einen
Pad-Abschnitt 412. Der Pad-Abschnitt 412 hat in
der Draufsicht eine rechteckige, in x-Richtung lang-
liche Form mit einer Kerbe an einer Ecke auf der
Seite, die naher an der Zuleitung 42 liegt (die untere
rechte Ecke in Fig. 2). Die Kerbe ist so geformt, dass
ein Kontakt mit der Zuleitung 42 vermieden wird.
Wenn der Pad-Abschnitt so ausgestaltet ist, dass
ein Kontakt mit der Zuleitung 42 vermieden wird,
muss die Kerbe nicht vorgesehen werden. Die
Drahte 51 sind an den Pad-Abschnitt 412 gebondet.
Der Pad-Abschnitt 412 hat eine Metallschicht 49, wie
in Fig. 8 gezeigt. Die Metallschicht 49 befindet sich
auf der Oberseite (der Seite, auf die die Drahte 51
gebondet sind) des Pad-Abschnitts 412. Die Metall-
schicht 49 steht in Kontakt mit dem Harzelement 6.
Die Metallschicht 49 enthalt beispielsweise Ag und
kann durch Plattieren gebildet werden.

[0032] Jeder Anschlussabschnitt 411 ist teilweise
von dem Harzelement 6 freigelegt. Jeder Anschluss-
abschnitt 411 ist an dem mit dem Harzelement 6
bedeckten Abschnitt mit dem Pad-Abschnitt 412 ver-
bunden. Jeder Anschlussabschnitt 411 ist an dem
vom Harzelement 6 freigelegten Abschnitt in der z-
Richtung gebogen. Die Oberflache jedes Anschlus-
sabschnitts 411 kann beispielsweise mit Sn plattiert
sein.

[0033] Wie in Fig. 2 gezeigt, weist die Zuleitung 42
einen Anschlussabschnitt 421 und einen Pad-
Abschnitt 422 auf. Der Pad-Abschnitt 422 hat eine
rechteckige Form, die in der Draufsicht in x-Richtung
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langlich ist. In der Draufsicht ist der Pad-Abschnitt
422 in x-Richtung groéRer als der Anschlussabschnitt
421. Der Pad-Abschnitt 422 ist mit dem Harzelement
6 bedeckt. Keines der Verbindungselemente 5 ist mit
dem Pad-Abschnitt 422 verbunden. Der Pad-
Abschnitt 422 ist von dem elektronischen Bauteil 1
elektrisch isoliert. Der Anschlussabschnitt 421 ist teil-
weise von dem Harzelement 6 freigelegt. Der
Anschlussabschnitt 421 ist an dem mit dem Harzele-
ment 6 bedeckten Abschnitt mit dem Pad-Abschnitt
422 verbunden. Der Anschlussabschnitt 421 ist an
dem vom Harzelement 6 freigelegten Abschnitt in z-
Richtung gebogen. Die Oberflache des Anschlus-
sabschnitts 421 kann z. B. mit Sn beschichtet wer-
den.

[0034] Wie in Fig. 2 gezeigt, weist die Zuleitung 43
zwei Anschlussabschnitte 431 und einen Pad-
Abschnitt 432 auf. Der Pad-Abschnitt 432 hat eine
rechteckige Form, die in der Draufsicht in x-Richtung
langlich ist, mit einer Kerbe an einer Ecke auf der
Seite, die naher an der Zuleitung 42 liegt (die untere
linke Ecke in Fig. 2). Die Kerbe ist so geformt, dass
ein Kontakt mit der Zuleitung 42 vermieden wird.
Wenn der Pad-Abschnitt so ausgestaltet ist, dass
ein Kontakt mit der Zuleitung 42 vermieden wird,
muss die Kerbe nicht vorgesehen werden. Die
Drahte 52 sind an den Pad-Abschnitt 432 gebondet.
Der Pad-Abschnitt 432 weist eine Metallschicht 49
auf. Die Metallschicht 49 befindet sich auf der Ober-
seite (der Seite, auf die die Drahte 52 gebondet sind)
des Pad-Abschnitts 432.

[0035] Jeder Anschlussabschnitt 431 ist teilweise
vom Harzelement 6 freigelegt. Jeder Anschlussab-
schnitt 431 ist mit dem Pad-Abschnitt 432 an dem
mit dem Harzelement 6 bedeckten Abschnitt verbun-
den. Jeder Anschlussabschnitt 431 ist an dem vom
Harzelement 6 freigelegten Abschnitt in z-Richtung
gebogen. Die Oberflache jedes Anschlussabschnitts
431 kann z. B. mit Sn plattiert sein.

[0036] Wie in Fig. 2 gezeigt, weist die Zuleitung 44
drei Anschlussabschnitte 441 und einen Pad-
Abschnitt 442 auf. Der Pad-Abschnitt 442 hat in der
Draufsicht eine rechteckige, in x-Richtung langliche
Form. Ein Draht 53 und ein Draht 54 sind an den
Pad-Abschnitt 442 gebondet. Der Pad-Abschnitt
442 weist eine Metallschicht 49 auf. Die Metallschicht
49 befindet sich auf der Oberseite (der Seite, auf die
die Drahte 53 und 54 gebondet sind) des Pad-
Abschnitts 432.

[0037] Jeder Anschlussabschnitt 441 ist teilweise
von dem Harzelement 6 freigelegt. Jeder Anschluss-
abschnitt 441 ist mit dem Pad-Abschnitt 442 an dem
mit dem Harzelement 6 bedeckten Abschnitt verbun-
den. Jeder Anschlussabschnitt 441 ist an dem vom
Harzelement 6 freigelegten Abschnitt in z-Richtung
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gebogen. Die Oberflache jedes Anschlussabschnitts
441 kann beispielsweise mit Sn plattiert sein.

[0038] Wie in Fig. 2 gezeigt, weist jede der Zuleitun-
gen 45 einen Anschlussabschnitt 451 und einen Pad-
Abschnitt 452 auf. Der Pad-Abschnitt 452 ist in der
Draufsicht in der Mitte in y-Richtung eingeschnirt.
Ein spater beschriebener Draht 55 ist an den Pad-
Abschnitt 452 gebondet. Der Pad-Abschnitt 452
weist eine Metallschicht 49 auf. Die Metallschicht 49
befindet sich auf der Oberseite (der Seite, auf die ein
Draht 55 gebondet ist) des Pad-Abschnitts 452.

[0039] Der Anschlussabschnitt 451 ist teilweise vom
Harzelement 6 freigelegt. Der Anschlussabschnitt
451 ist mit dem Pad-Abschnitt 452 an dem mit dem
Harzelement 6 bedeckten Abschnitt verbunden.
Jeder Anschlussabschnitt 451 ist an dem vom Harz-
element 6 freigelegten Abschnitt in z-Richtung gebo-
gen. Die Oberflache des Anschlussabschnitts 451
kann z. B. mit Sn plattiert sein.

[0040] Das Die-Pad 46 tragt das elektronische Bau-
teil 1. Das Die-Pad 46 ist in der vorliegenden Ausfih-
rungsform nicht elektrisch mit dem elektronischen
Bauteil 1 verbunden, kann aber so ausgestaltet wer-
den, dass es elektrisch mit dem elektronischen Bau-
teil 1 verbunden werden kann. Wie in Fig. 2 darge-
stellt, weist das Die-Pad 46 einen Pad-Abschnitt 461
und eine Mehrzahl von Verlangerungsabschnitten
462 auf.

[0041] Wiein Fig. 2 gezeigt, weist der Pad-Abschnitt
461 eine nach oben weisende Die-Pad-Vorderseiten-
flache 461a auf. Das elektronische Bauteil 1 ist an die
Mitte der Die-Pad-Vorderseitenflache 461a gebon-
det.

[0042] Die Verlangerungsabschnitte 462 erstrecken
sich jeweils von dem Pad-Abschnitt 461. Jeder Ver-
Idngerungsabschnitt 462 hat eine Endflache 462a,
die von dem Harzelement 6 freigelegt ist. Die nach
unten weisende Rickseitenflache des Pad-
Abschnitts 461 ist in der vorliegenden Ausfihrungs-
form mit dem Harzelement 6 bedeckt, aber die Rlick-
seitenflache kann von dem Harzelement 6 freigelegt
sein.

[0043] Wie in Fig. 2 gezeigt, sind die Zuleitung 41,
die Zuleitung 42, die Zuleitung 43 und einige der
Zuleitungen 45 des leitenden Tragerelements 4 in
Draufsicht auf eine Seite in y-Richtung des Die-
Pads 46 angeordnet. Diese Anschlisse 411, 421,
431 und 451 Uberlappen sich in der x-Richtung gese-
hen. Die Zuleitung 44 und die Ubrigen Zuleitungen 45
sind in der Draufsicht auf der anderen Seite in y-Rich-
tung des Die-Pads 46 angeordnet. Diese Anschllisse
441 und 451 Uberlappen sich in x-Richtung gesehen.
Wie in Fig. 2 gezeigt, sind die Anschlussabschnitte
411 der Zuleitung 41, der Anschlussabschnitt 421 der
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Zuleitung 42 und die Anschlussabschnitte 431 der
Zuleitung 43 in der Draufsicht in x-Richtung neben-
einander angeordnet. In der Draufsicht ist der
Anschlussabschnitt 421 der Zuleitung 42 von den
Anschlussabschnitten 411 der Zuleitung 41 und den
Anschlussabschnitten 431 der Zuleitung 43 flankiert.

[0044] Die Verbindungselemente 5 verbinden
jeweils die separaten Elemente elektrisch miteinan-
der. Jedes Verbindungselement 5 verbindet elekt-
risch das elektronische Bauteil 1 (eines der ersten
Halbleiterelemente 2A, 2B oder das zweite Halblei-
terelement 3) und eines der Bauteile des leitenden
Tragerelements 4. Die Verbindungselemente 5 kén-
nen eines aufweisen, das fir die elektrische Verbin-
dung innerhalb des elektronischen Bauteils 1 ver-
wendet wird (z. B. die elektrische Verbindung
zwischen den ersten Halbleiterelementen 2A und
2B und dem zweiten Halbleiterelement 3). Jedes Ver-
bindungselement 5 ist ein lineares Element mit
einem kreisformigen Querschnitt. Jedes Verbin-
dungselement 5 ist ein sogenannter Bonddraht. Wie
in Fig. 2 gezeigt, weisen die Verbindungselemente 5
zwei Drahte 51, zwei Drahte 52, einen Draht 53,
einen Draht 54 und eine Mehrzahl von Drahten 55
auf.

[0045] Jeder der beiden Drahte 51 verbindet eines
der Elektrodenpads 251A des ersten Halbleiterele-
ments 2A und den Pad-Abschnitt 412 der Zuleitung
41 elektrisch miteinander. Wie in Fig. 2 gezeigt, ist
jeder Draht 51 an einem Ende an eines der Elektro-
denpads 251A gebondet und am anderen Ende an
den Pad-Abschnitt 412 gebondet. Die Dicke (Draht-
durchmesser) jedes Drahtes 51 ist nicht begrenzt,
kann aber etwa 15 um oder mehr und 50 um oder
weniger betragen. Wie in den Fig. 7 und 8 gezeigt,
umfasst jeder Draht 51 einen Kern 51A und eine
Oberflachenschicht 51B, die den Kern bedeckt.

[0046] Das Einsatzmaterial des Kerns 51A ist eine
Legierung, in der Pt als Zusatzmetall zu Cu, der Pri-
mar- oder Basismetallkomponente, hinzugefligt wird.
Diese Legierung, in der Pt zu Cu hinzugefiigt ist, um
die Korrosionsbestandigkeit gegeniiber Schwefel zu
verbessern, hat eine héhere Korrosionsbestandigkeit
gegeniber Schwefel als die von Cu. Die Legierung
kann neben Pt auch andere Zusatzmetalle enthalten.
Pt hat den héchsten Anteil unter den Zusatzmetallen
in der Legierung, und sein Gehalt betragt, ohne Ein-
schrankung, etwa 50 ppm oder mehr und 300 ppm
oder weniger, bezogen auf die Masse. Das Zusatz-
metall zur Verbesserung der Korrosionsbestandig-
keit gegenuber Schwefel ist nicht auf Pt beschrankt
und kann auch aus anderen Metallen bestehen, und
ist bevorzugt ein Metall mit einer héheren Ordnungs-
zahl als der von Cu. Die Basismetallkomponente des
Einsatzmaterials des Kerns 51A ist nicht auf Cu
beschrankt, sondern kann auch aus anderen Metal-
len bestehen. Auch in einem solchen Fall ist das Ein-
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satzmaterial des Kerns 51A eine Legierung, bei der
der Basismetallkomponente ein Zusatzmetall zur
Verbesserung der Korrosionsbestandigkeit gegen-
Uber Schwefel hinzugefugt wird. Die Dicke des
Kerns 51A ist nicht begrenzt, kann aber etwa 0,03
um oder mehr und 0,30 um oder weniger betragen.

[0047] Das Einsatzmaterial der Oberflachenschicht
51B enthalt beispielsweise Pd. Die Oberflachen-
schicht 51B ist vorgesehen, um den Kern 51A vor
Korrosion durch Schwefel und Halogen zu schitzen
und die Oxidation des Kerns 51A zu verhindern. Wie
in Fig. 8 gezeigt, steht die Oberflachenschicht 51B in
Kontakt mit der Metallschicht 49 des Pad-Abschnitts
412 der Zuleitung 41. Das Einsatzmaterial Pb der
Oberflachenschicht 51B hat eine gréRere Kontaktfla-
che mit der Metallschicht 49 des Pad-Abschnitts 412
als das Einsatzmaterial der Oberflachenschicht 51B
(eine Legierung, in der Pt zu Cu hinzugeflgt ist), was
zu einer grofseren Bondfestigkeit an der Zuleitung 41
fuhrt. Das heillt, die Oberflachenschicht 51B dient
auch dazu, die Bondfestigkeit zwischen dem Draht
51 und der Zuleitung 41 zu erhéhen. Das Einsatzma-
terial der Oberflachenschicht 51B ist nicht auf Pd
beschrankt, sondern kann jedes Metall mit den
oben beschriebenen Funktionen sein.

[0048] Wie in Fig. 8 gezeigt, hat jeder Draht 51
einen Hauptabschnitt 511 und einen Endabschnitt
512. Der Endabschnitt 512 ist zwischen dem Haupt-
abschnitt 511 und dem Pad-Abschnitt 412 der Zulei-
tung 41 eingefligt. Der Endabschnitt 512 hat einen
verjungten Abschnitt 512A und eine Spitze 512B.
Der verjingte Abschnitt 512A ist mit dem Hauptab-
schnitt 511 verbunden, und seine Abmessung d in
z-Richtung nimmt mit zunehmender Entfernung
vom Hauptabschnitt 511 ab. Die Bond-Schnittstelle
412A zwischen dem Pad-Abschnitt 412 und dem
Draht 51 erstreckt sich tiber den Hauptabschnitt 511
und den Endabschnitt 512. Die Spitze 512B ist mit
dem verjungten Abschnitt 512A verbunden und ragt
in z-Richtung aus dem verjlingten Abschnitt 512A
heraus.

[0049] Jeder Draht 51 wird durch Drahtbonden
gebildet. Beim Drahtbonden wird ein Draht verwen-
det, der durch Bilden eines Beschichtungsfilms her-
gestellt wird, um die Oberflachenschicht 51B auf
einem Drahtmaterial als Kern 51A zu werden. Das
Verfahren zur Bildung eines Beschichtungsfilms auf
der Oberflache des Drahtmaterials ist nicht beson-
ders beschrankt und kann beispielsweise durch Plat-
tieren, Aufdampfen oder Schmelzen erfolgen. Die
Bildung des Drahtes 51 kann wie folgt erfolgen.
Zunachst wird ein erstes Bonden durchgefihrt,
indem die Spitze eines Drahts zu einer Kugel
geschmolzen und dann die Kugel gegen ein Elektro-
denpad 251A des ersten Halbleiterelements 2A
gedruckt wird. Die Oberflachenschicht 51B schmilzt
bei der Bildung der Kugel in den Kern 51A hinein, und
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daher bedeckt die Oberflachenschicht 51B den Kern
51A nicht an dem Abschnitt des Drahtes 51, der an
das Elektrodenpad 251A gebondet ist, wie in Fig. 7
gezeigt. Abhangig von den Auslaufbedingungen
oder der Art des Drahtmaterials kann die Oberfla-
chenschicht 51B jedoch einen Teil oder die Gesamt-
heit des Kerns 51A an dem Bondabschnitt bedecken.
In einem solchen Fall wird die Dicke (Abmessung in
z-Richtung) des Bondabschnitts kleiner. Als Nachs-
tes wird das zweite Bonden durchgefihrt, indem
das Drahtmaterial zugefiihrt und gegen den Pad-
Abschnitt 412 der Zuleitung 41 gedruckt wird. Durch
das zweite Bonden wird der Endabschnitt 512 gebil-
det.

[0050] Die beiden Drahte 52 verbinden jeweils eines
der Elektrodenpads 252B des ersten Halbleiterele-
ments 2B und den Pad-Abschnitt 432 der Zuleitung
43 elektrisch miteinander. Wie in Fig. 2 gezeigt, ist
jeder Draht 52 an einem Ende an eines der Elektro-
denpads 252B gebondet und am anderen Ende an
den Pad-Abschnitt 432 gebondet. Der Draht 53 ver-
bindet das Elektrodenpad 252A des ersten Halbleite-
relements 2A und den Pad-Abschnitt 442 der Zulei-
tung 44 elektrisch miteinander. Wie in Fig. 2 gezeigt,
ist der Draht 53 an einem Ende mit dem Elektroden-
pad 252A und am anderen Ende mit dem Pad-
Abschnitt 442 verbunden. Der Draht 54 verbindet
das Elektrodenpad 251B des ersten Halbleiterele-
ments 2B und den Pad-Abschnitt 442 der Zuleitung
44 elektrisch miteinander. Wie in Fig. 2 gezeigt, ist
der Draht 54 an einem Ende an das Elektrodenpad
251B gebondet und am anderen Ende an den Pad-
Abschnitt 442 gebondet. Die Ausgestaltung der
Drahte 52 bis 54 ist die gleiche wie die des Drahtes
51.

[0051] Die Drahte 55 verbinden jeweils eines der
Elektrodenpads 31 des zweiten Halbleiterelements
3 und den Pad-Abschnitt 452 einer der Zuleitungen
45 elektrisch miteinander. Wie in Fig. 2 gezeigt, ist
jeder Draht 55 an einem Ende an eines der Elektro-
denpads 31 gebondet und am anderen Ende an den
Pad-Abschnitt 452 einer der Zuleitungen 45 gebon-
det. Jeder Draht 55 weist keinen Abschnitt auf, der
der Oberflachenschicht 51B der Drahte 51 ent-
spricht, und besteht nur aus einem Abschnitt, der
dem Kern 51A entspricht. Das Einsatzmaterial der
Drahte 55 ist Cu, dem keine anderen Metalle hinzu-
gefugt sind. Das Einsatzmaterial der Drahte 55 ist
nicht begrenzt. Das Einsatzmaterial der Drahte 55
kann zum Beispiel ein Metall (z. B. Au) mit einem
héheren elektrischen Widerstand als Cu sein, das
die Basismetallkomponente des Kerns 51A der
Drahte 51 ist. Die Dicke (Drahtdurchmesser) eines
jeden Drahts 55 ist nicht begrenzt, kann aber bei-
spielsweise etwa 15 um oder mehr und 50 um oder
weniger betragen.
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[0052] Die Drahte 51 bis 54 sind jeweils an einen der
Drain-Anschlisse (die Elektrodenpads 251A und
251B) und Source-Anschlisse (Elektrodenpads
252A und 252B) der ersten Halbleiterelemente 2A
und 2B gebondet. Da in den Drain-Anschlissen und
Source-Anschliissen ein relativ groRer Strom fliel3t,
flieRt auch ein relativ groRer Strom in den Drahten
51 bis 54. Jeder Draht 55 ist an eines der Elektroden-
pads 31 des zweiten Halbleiterelements 3 gebondet.
Der Strom, der in jedem Elektrodenpad 31 flief3t, ist
im Vergleich zu dem Strom, der in einem Drain-
Anschluss und einem Source-Anschluss flieRt, rela-
tiv gering. Daher ist der Strom, der in jedem Draht 55
flie3t, kleiner als der Strom, der jeweils in den Drah-
ten 51 bis 54 flieRt. Im Allgemeinen wird die Korro-
sion des Drahtes durch Schwefel eher geférdert,
wenn der in einem Draht flieBende Strom zunimmt.
In der Halbleitervorrichtung A10 haben daher nur die
Drahte 51 bis 54, in denen ein grof3er Strom flief3t
und die Korrosion durch Schwefel eher geférdert
wird, die Ausgestaltung, bei der der Kern 51A mit
der Oberflachenschicht 51B bedeckt ist. Die Drahte
55, in denen ein relativ kleiner Strom flie3t, weisen
die Oberflachenschicht nicht auf.

[0053] Das Harzelement 6 bedeckt das elektroni-
sche Bauteil 1, einen Teil des leitenden Tragerele-
ments 4 und die Verbindungselemente 5. Das Harz-
element 6 ist aus einem isolierenden Harzmaterial
hergestellt. Das Einsatzmaterial des Harzelements
6 ist z. B. schwarzes Epoxidharz. Das Material und
die Farbe des Harzelements 6 sind nicht einge-
schrankt. Das Harzelement 6 enthalt eine Schwefel-
komponente zur Verbesserung der Haftung an dem
leitenden Tragerelement 4. Der Schwefelgehalt in
dem Harzelement 6 betragt 5 ppm oder mehr und
30 ppm oder weniger, bezogen auf die Masse. Der
oben beschriebene Schwefelgehalt kann beispiels-
weise nach dem folgenden Verfahren gemessen
werden. Die Harzzusammensetzung des Harzele-
ments 6 wird bei 175 °C 4 Stunden lang thermisch
ausgehartet, um ein ausgehartetes Material zu erhal-
ten, und das ausgehartete Material wird zerkleinert,
um ein zerkleinertes Material zu erhalten. Anschlie-
Rend wird das durch die 8-stiindige Warmebehand-
lung des zerkleinerten Materials bei 150 °C erzeugte
Gas mit einer wassrigen Wasserstoffperoxidldsung
aufgefangen. Anschlieend wird der Schwefelgehalt
in der Gesamtmenge der Harzzusammensetzung
anhand der Menge der Sulfationen in der wassrigen
Wasserstoffperoxidlésung berechnet.

[0054] Das Harzelement 6 ist in der Draufsicht bei-
spielsweise rechteckig. Das Harzelement 6 wird bei-
spielsweise durch Spritzpressen in einer Form her-
gestellt. Das Einsatzmaterial, die Form und das
Formverfahren des Harzelements 6 sind nicht einge-
schrankt. Das Harzelement 6 hat eine Harz-Vorder-
seitenflache 61, eine Harz-Rickseitenflache 62 und
eine Mehrzahl von Harz-Seitenflachen 63.
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[0055] Die Harz-Vorderseitenfliche 61 und die
Harz-Ruckseitenflaiche 62 sind in der z-Richtung
voneinander beabstandet. Die Harz-Vorderseitenfla-
che 61 ist die obere Flache des Harzelements 6. Die
Harz-Ruckseitenflache 62 ist die untere Flache des
Harzelements 6. Die Harz-Seitenflachen 63 sind
sowohl mit der Harz-Vorderseitenflache 61 als auch
mit der Harz-Rickseitenflache 62 verbunden und in
z-Richtung sandwichartig zwischen diesen Flachen
angeordnet. Das Harzelement 6 umfasst ein Paar
von Harz-Seitenflachen 631, die in x-Richtung von-
einander beabstandet sind, und ein Paar von Harz-
Seitenflachen 632, die in y-Richtung voneinander
beabstandet sind. Die Zuleitungen 41 bis 45 ragen
jeweils aus einer der Harz-Seitenflachen 632 heraus.

[0056] Fig. 10 ist ein Schaltplan, der ein Beispiel fir
die Schaltungskonfiguration der Halbleitervorrich-
tung A10 zeigt. Insbesondere ist Fig. 10 ein Schalt-
plan, wenn die Halbleitervorrichtung A10 als ein
DC/DC-Wandler ausgestaltet ist.

[0057] In Fig. 10 bezeichnen sw1 und sw2 Schalt-
elemente. Dr bezeichnet eine Steuerschaltung an,
die den Schaltvorgang der Schaltelemente sw1 und
sw2 und verschiedene Schutzfunktionsvorgange
oder dergleichen steuert. Ferner bezeichnen R1 bis
R3 Widerstande, Vref bezeichnet eine interne Refe-
renzspannungsschaltung, ss bezeichnet eine Soft-
Start-Schaltung, pgd bezeichnet eine Power-Good-
Schaltung und amp einen Fehlerverstarker, der eine
Vref-Ausgangsspannung und eine FB-Anschluss-
spannung als Eingange empfangt. In einem Beispiel
entspricht eines der Schaltelemente sw1 und sw2
dem ersten Halbleiterelement 2A, und das andere
entspricht dem ersten Halbleiterelement 2B. Der
Teil, der die interne Referenzspannungsschaltung
Vref, die Soft-Start-Schaltung ss, die Power-Good-
Schaltung pgd, den Fehlerverstarker amp und die
Steuerschaltung Dr aufweist, entspricht dem zweiten
Halbleiterelement 3.

[0058] Der Anschluss PVIN ist der Stromeingangs-
anschluss des DC/DC-Wandlers. Der Anschluss
PVIN ist mit einem hochpotentialseitigen Anschluss
einer Gleichstromversorgung (nicht dargestellt) ver-
bunden. Der Anschluss PVIN entspricht der Zulei-
tung 41 der Halbleitervorrichtung A10. Der
Anschluss PGND ist der Masseanschluss des
DC/DC-Wandlers. Der Anschluss PGND ist mit
einem niederpotentialseitigen Anschluss der DC-
Stromversorgung verbunden (nicht dargestellt). Der
Anschluss PGND entspricht der Zuleitung 43 der
Halbleitervorrichtung A10. Der Anschluss SW ist
der Ausgangsanschluss des DC/DC-Wandlers. Der
Anschluss SW entspricht der Zuleitung 44 der Halb-
leitervorrichtung A10.

[0059] Der Anschluss AVIN ist ein Stromeingangs-
anschluss des Analogteils. Der Anschluss AGND ist
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ein Masseanschluss des Analogteils. Der Anschluss
EN ist ein Vorrichtungssteuerungsanschluss. Der
Anschluss FB ist ein Ruckfihrungsanschluss der
Ausgangsspannung. Der Anschluss SS ist ein
Anschluss fur die Soft-Start-Zeiteinstellung. Der
Anschluss COMP ist ein ERRAMP-Ausgangsan-
schluss. Der Anschluss PGD ist ein Power-Good-
Anschluss. Der Anschluss CTL ist ein Steueran-
schluss flr verschiedene Funktionen. Es ist zu
beachten, dass der Anschluss MODE anstelle des
Anschlusses CTL verwendet werden kann. Der
Anschluss MODE ist ein Anschluss fir verschiedene
Betriebsmodus-Umschaltungen. Der Anschluss
AVIN, der Anschluss AGND, der Anschluss EN, der
Anschluss FB, der Anschluss SS, der Anschluss
COMP, der Anschluss PGD und der Anschluss CTL
(oder der Anschluss MODE) entsprechen jeweils
einer der Zuleitungen 45.

[0060] Die Verbindungsleitung zwischen dem
Anschluss PVIN und der Drain-Elektrode des Schalt-
elements sw1 entspricht den Drahten 51, und die
Verbindungsleitung zwischen dem  Anschluss
PGND und der Source-Elektrode des Schaltele-
ments sw2 entspricht den Drahten 52. Die Verbin-
dungsleitung zwischen dem Anschluss SW und der
Source-Elektrode des Schaltelements sw1 entspricht
dem Draht 53, und die Verbindungsleitung zwischen
dem Anschluss SW und der Drain-Elektrode des
Schaltelements sw2 entspricht dem Draht 54. Die
Verbindungsleitungen fir andere Anschlisse ent-
sprechen den Drahten 55. In der Halbleitervorrich-
tung A10 fliel3t ein groBer Strom vom Anschluss
PVIN zum Anschluss PGND, wodurch ein grof3er
Strom in den Drahten 51 bis 54 flie3t. In den anderen
Anschlissen fliel3t dagegen ein kleiner Strom, so
dass der in jedem Draht 55 flieRende Strom klein ist.

[0061] Die Wirkungen der Halbleitervorrichtung A10
werden nachstehend beschrieben.

[0062] In der vorliegenden Ausfiihrungsform weist
jeder Draht 51 einen Kern 51A und eine Oberflachen-
schicht 51B, die den Kern 51A bedeckt, auf. Bei einer
solchen Ausgestaltung des Drahtes 51 ist der Kern
51A gegen Korrosion durch Schwefel und Halogen
geschiitzt und wird auch vor Oxidation bewahrt.
Das Einsatzmaterial der Oberflachenschicht 51B
enthalt Pd. Somit verbessert die Oberflachenschicht
51B die Bondfestigkeit der Drahte 51 an der Zulei-
tung 41 und verhindert gleichzeitig Korrosion und
Oxidation des Kerns 51A. Ferner ist gemaR der vor-
liegenden Ausflihrungsform das Einsatzmaterial des
Kerns 51A eine Legierung, in der ein Zusatzmetall
zur Verbesserung der Korrosionsbestandigkeit
gegeniber Schwefel zu Cu, der Basismetallkompo-
nente, hinzugefigt ist. Im Draht 51 kann daher selbst
dann, wenn ein Teil der Oberflachenschicht 51B
abblattert und einen Teil des Kerns 51A freilegt, die
Korrosion des Kerns 51A durch Schwefel unterdriickt
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werden. In der vorliegenden Ausflihrungsform wird
Pt als das Zusatzmetall verwendet. So wird die Kor-
rosion des Kerns 51A durch Schwefel wirksam unter-
drickt. Das Gleiche qilt fur die Drahte 52 bis 54.

[0063] Darlber hinaus weisen die Drahte 55 der vor-
liegenden Ausfihrungsform keinen Abschnitt auf,
der der Oberflachenschicht 51B der Drahte 51 ent-
spricht, und bestehen nur aus einem Abschnitt, der
dem Kern 51A entspricht. Da in den Drahten 55 nur
ein relativ kleiner Strom flieft, ist es weniger wahr-
scheinlich, dass Korrosion durch Schwefel geférdert
wird. In der Halbleitervorrichtung A10 haben nur die
Drahte 51 bis 54, in denen ein grofter Strom fliel3t
und die Korrosion durch Schwefel eher geférdert
wird, die Ausgestaltung, in der der Kern 51A mit der
Oberflachenschicht 51B bedeckt ist. So verbessert
die Halbleitervorrichtung A10 wirksam die Bestandig-
keit gegen Korrosion durch Schwefel. Wenn das Ein-
satzmaterial der Drahte 55 Cu ist, dem keine ande-
ren Metalle hinzugefiigt werden, kénnen die Kosten
fur die Drahte 55 im Vergleich zu den Drahten 51 bis
54 reduziert werden. Daher kann die Halbleitervor-
richtung A10 sowohl eine verbesserte Bestandigkeit
gegen Korrosion durch Schwefel als auch eine Kos-
tenreduzierung erreichen. Wenn das Einsatzmaterial
der Drahte 55 Au ist, kann die Halbleitervorrichtung
A10 aulerdem die Kosten im Vergleich zu dem Fall
senken, in dem die Drahte 51 bis 54 die gleiche Aus-
gestaltung wie die Drahte 55 haben. Da der Haupt-
bestandteil der Drahte 51 bis 54, in denen ein grol3er
Strom flie3t, Cu ist, kdbnnen dariber hinaus Verluste
aufgrund von Widerstand im Vergleich zu dem Fall
unterdriickt werden, in dem Au, das einen héheren
elektrischen Widerstand als Cu hat, verwendet wird.
Daher kann die Halbleitervorrichtung A10 sowohl
eine verbesserte Korrosionsbestandigkeit gegen-
Uber Schwefel als auch eine Unterdrickung des
Widerstandsverlustes und eine Senkung der Kosten
erreichen.

[0064] In der vorliegenden Ausfiihrungsform ist der
Kern 51A jedes Drahtes 51 mit einer Oberflachen-
schicht 51B bedeckt. Die Oberflachenschicht 51B
hat eine grofiere Bondfestigkeit an der Zuleitung 41
als die des Kerns 51A. So kann die Halbleitervorrich-
tung A10 eine Verschlechterung des Bondzustands
der Drahte 51 an der Zuleitung 41 (z. B. die Entste-
hung von Rissen oder das Abblattern) unterdriicken.
Das Gleiche gilt fur die Drahte 52 bis 54.

[0065] In der vorliegenden Ausfliihrungsform hat
jeder Draht 51 einen Hauptabschnitt 511 und einen
Endabschnitt 512, der sich zwischen dem Hauptab-
schnitt 511 und dem Pad-Abschnitt 412 befindet. Der
Endabschnitt 512 hat den sich verjingenden
Abschnitt 512A, dessen Abmessung d in z-Richtung
(siehe Fig. 8) mit zunehmender Entfernung vom
Hauptabschnitt 511 abnimmt. Bei einer solchen Aus-
gestaltung wird die Zugspannung, die im Endab-

schnitt 512 beim Bonden des Drahtes auf den Pad-
Abschnitt 412 erzeugt wird, gleichmaRiger Ubertra-
gen, wodurch die Spannungskonzentration an dem
Endabschnitt 512 verringert wird. Darlber hinaus
erstreckt sich die Bondschnittstelle 412A (siehe
Fig. 8) zwischen dem Pad-Abschnitt 412 und dem
Draht 51 in z-Richtung gesehen Uber den Hauptab-
schnitt 511 und den Endabschnitt 512. Bei einer sol-
chen Ausgestaltung wird die durch das Bonden des
Drahtes 51 an den Pad-Abschnitt 412 verursachte
Belastung auf den Endabschnitt 512 und den Haupt-
abschnitt 511 verteilt, wodurch die Spannungskon-
zentration an dem Endabschnitt 512 wirksamer ver-
ringert wird. Das Gleiche gilt fir die Drahte 52 bis 54.

[0066] In der vorliegenden Ausflihrungsform betragt
der Schwefelgehalt in dem Harzelement 6 5 ppm
oder mehr und 50 ppm oder weniger, bezogen auf
die Masse. Da die Drahte 52 bis 54, wie oben
erwahnt, sehr widerstandsfahig gegen Korrosion
durch Schwefel sind, kann das Harzelement 6 eine
bestimmte Menge Schwefel enthalten. So kann das
Harzelement 6 eine verbesserte Haftung an dem lei-
tenden Tragerelement 4 aufweisen und gleichzeitig
die Korrosion der Drahte 52 bis 54 aufgrund einer
Schwefelkomponente unterdriicken.

[0067] Obwohl die vorliegende Ausfiihrungsform
den Fall beschreibt, in dem die Drahte 55 keinen
der Oberflachenschicht 51B der Drahte 51 ent-
sprechenden Teil enthalten und nur aus einem dem
Kern 51A entsprechenden Teil bestehen, ist die vor-
liegende Offenbarung nicht darauf beschrankt. Bei-
spielsweise kann jeder Draht 55 eine Ausgestaltung
aufweisen, bei der ein Kern aus Cu, dem keine ande-
ren Metalle hinzugefligt sind, mit einer Oberflachen-
schicht bedeckt ist, die der Oberflachenschicht 51B
der Drahte 51 ahnelt. In einem solchen Fall wird die
Bondfestigkeit der Drahte 55 an der Zuleitung 45 ver-
bessert.

[0068] Obwohl die vorliegende Ausfiihrungsform
den Fall beschreibt, in dem die Halbleitervorrichtung
A10 als die Verbindungselemente 5 Drahte 51 bis 54
aufweist, die Bonddrahte sind, ist die vorliegende
Offenbarung nicht darauf beschrankt. Die Halbleiter-
vorrichtung A10 kann als Verbindungselemente 5
Bondbander aufweisen, die die gleiche Ausgestal-
tung wie die Drahte 51 bis 54 haben (d. h. einschliel3-
lich des Kerns 51A und der Oberflachenschicht 51B,
die den Kern 51A bedeckt) und breiter als die Drahte
sind. Die Verbindungselemente 5 sind nicht auf diese
beschrankt.

[0069] Die Fig. 11 bis 17 zeigen weitere Ausfiih-
rungsformen der vorliegenden Offenbarung. In die-
sen Figuren sind die Elemente, die mit denen der
oben beschriebenen Ausfiihrungsform identisch
oder ihnen ahnlich sind, mit denselben Bezugszei-
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chen gekennzeichnet, und die Beschreibungen der-
selben entfallen.

[0070] Die Fig. 11 bis 14 zeigen eine Halbleitervor-
richtung A20 gemaR einer zweiten Ausfihrungsform
der vorliegenden Offenbarung. Fig. 11 ist eine Drauf-
sicht auf die Halbleitervorrichtung A20, die der Fig. 2
entspricht. Zum besseren Verstandnis ist in Fig. 11
das Harzelement 6 transparent dargestellt, und die
Umrisse des Harzelements 6 sind durch gedachte
Linien (doppelt gestrichelte Linien) gekennzeichnet.
Fig. 12 ist eine Schnittdarstellung entlang der Linie
XII-XIl'in Fig. 11. Fig. 13 ist eine vergrofierte Ansicht
eines Teils von Fig. 12. Fig. 14 ist eine vergroRerte
Ansicht eines Teils von Fig. 12. Die Halbleitervorrich-
tung A20 der vorliegenden Ausflihrungsform unter-
scheidet sich von der Halbleitervorrichtung A10 der
ersten Ausfihrungsform dadurch, dass es anstelle
der Drahte 51 bis 54 Verbindungsleitungen 56 bis
58 aufweist. Die Ausgestaltung und die Betriebs-
weise anderer Teile der vorliegenden Ausflihrungs-
form sind die gleichen wie bei der ersten Aus-
fihrungsform.

[0071] Die Halbleitervorrichtung A20 der vorliegen-
den Ausflihrungsform weist Verbindungsleitungen 56
bis 58 anstelle der Drahte 51 bis 54 auf. Die Verbin-
dungsleitungen 56 bis 58 verbinden die ersten Halb-
leiterelemente 2A und 2B und die Zuleitungen 41, 43
und 44 elektrisch miteinander. Die Verbindungslei-
tungen 56 bis 58 sind plattenférmige Leiter und wer-
den durch Biegen einer Metallplatte gebildet. Die
Form und Dicke der Verbindungsleitungen 56 bis 58
sind nicht eingeschrankt.

[0072] Wie in den Fig. 11 und 12 gezeigt, verbindet
die Verbindungsleitung 56 jedes Elektrodenpad
251A des ersten Halbleiterelements 2A und den
Pad-Abschnitt 412 der Zuleitung 41 elektrisch mitei-
nander. Die Verbindungsleitung 56 ist Gber ein Bond-
material 7, wie z. B. ein Lot, an jedes Elektrodenpad
251A gebondet, wie in Fig. 13 gezeigt, und Uber ein
Bondmaterial 7 an dem Pad-Abschnitt 412 gebondet,
wie in Fig. 14 gezeigt. Die Verbindungsleitung 56
weist einen Hauptkorper 56A und eine Oberflachen-
schicht 56B, die den Hauptkorper 56A bedeckt, auf.

[0073] Das Einsatzmaterial des Hauptkorpers 56A
ist eine Legierung, bei der der Basismetallkompo-
nente Cu Pt als Zusatzmetall hinzugefigt ist. Diese
Legierung, in der Pt zu Cu hinzugefigt ist, um die
Korrosionsbestandigkeit gegeniiber Schwefel zu ver-
bessern, hat eine hdhere Korrosionsbestandigkeit
gegenliber Schwefel als die von Cu. Die Legierung
kann neben Pt auch andere Zusatzmetalle enthalten.
Pt hat den héchsten Anteil unter den Zusatzmetallen
in der Legierung, und sein Gehalt betragt, ohne Ein-
schrankung, ungefahr 50 ppm oder mehr und 300
ppm oder weniger, bezogen auf die Masse. Das
Zusatzmetall zur Verbesserung der Korrosionsbe-

standigkeit gegeniber Schwefel ist nicht auf Pt
beschrankt und kann auch ein anderes Metall sein
und ist bevorzugt ein Metall mit einer héheren Ord-
nungszahl als die von Cu. Die Basismetallkompo-
nente des Einsatzmaterials des Hauptkdrpers 56A
ist nicht auf Cu beschrankt und kann auch aus ande-
ren Metallen bestehen. Auch in einem solchen Fall ist
das Einsatzmaterial des Hauptkérpers 56A eine
Legierung, bei der der Basismetallkomponente ein
Zusatzmetall zur Verbesserung der Korrosionsbe-
stéandigkeit gegeniber Schwefel hinzugeflugt ist.

[0074] Das Einsatzmaterial der Oberflachenschicht
56B enthalt beispielsweise Pd. Die Oberflachen-
schicht 56B ist vorgesehen, um den Hauptkorper
56A vor Korrosion durch Schwefel und Halogen zu
schiutzen und die Oxidation des Hauptkorpers 56A
zu verhindern. Das Einsatzmaterial der Oberflachen-
schicht 56B ist nicht auf Pd beschrankt, sondern
kann jedes Metall mit den oben beschriebenen Funk-
tionen sein. Die Oberflachenschicht 56B kann auf der
Oberflache des Hauptkérpers 56A beispielsweise
durch Plattieren gebildet werden. Das Verfahren zur
Herstellung der Verbindungsleitung 56 ist nicht
beschrankt.

[0075] Wie in Fig. 11 gezeigt, verbindet die Verbin-
dungsleitung 57 jedes Elektrodenpad 252B des ers-
ten Halbleiterelements 2B und den Pad-Abschnitt
432 der Zuleitung 43 elektrisch miteinander. Wie in
Fig. 11 und 12 gezeigt, verbindet die Verbindungslei-
tung 58 das Elektrodenpad 252A des ersten Halblei-
terelements 2A und das Elektrodenpad 251B des
ersten Halbleiterelements 2B elektrisch mit dem
Pad-Abschnitt 442 der Zuleitung 44. Die Ausgestal-
tung der Verbindungsleitungen 57 und 58 ist die glei-
che wie die der Verbindungsleitung 56.

[0076] In der vorliegenden Ausfiihrungsform weist
die Verbindungsleitung 56 den Hauptkorper 56A
und die Oberflachenschicht 56B, die den Hauptkor-
per 56A bedeckt, auf. Mit einer solchen Ausgestal-
tung der Verbindungsleitung 56 ist der Hauptkorper
56A gegen Korrosion durch Schwefel und Halogen
geschitzt und wird auch vor Oxidation bewahrt.
Das Einsatzmaterial der Oberflachenschicht 56B
enthalt Pd. Die Oberflachenschicht 56B kann daher
Korrosion und Oxidation des Hauptkorpers 56A ver-
hindern. Ferner ist gemaf der vorliegenden Ausflih-
rungsform das Einsatzmaterial des Hauptkorpers
56A eine Legierung, bei der ein Zusatzmetall zur Ver-
besserung der Korrosionsbestandigkeit gegeniiber
Schwefel zu Cu, der Basismetallkomponente, hinzu-
gegeben ist. In der Verbindungsleitung 56 kann
daher selbst dann, wenn sich ein Teil der Oberfla-
chenschicht 56B abldst, um einen Teil des Hauptkor-
pers 56A freizulegen, die Korrosion des Hauptkor-
pers 56A durch Schwefel unterdriickt werden. In der
vorliegenden Ausflihrungsform wird Pt als das
Zusatzmetall verwendet. So wird die durch Schwefel
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bedingte Korrosion des Hauptkorpers 56A wirksam
unterdrickt. Das Gleiche gilt fir die Verbindungslei-
tungen 57 und 58.

[0077] In der vorliegenden Ausfiihrungsform enthal-
ten die Drahte 55 wiederum keinen Abschnitt, der der
Oberflachenschicht 51B der Drahte 51 entspricht,
und bestehen nur aus einem Abschnitt, der dem
Kern 51A entspricht. Da in den Drahten 55 nur ein
relativ kleiner Strom flief3t, ist es weniger wahrschein-
lich, dass Korrosion durch Schwefel geférdert wird.
Die Halbleitervorrichtung A20 setzt Verbindungslei-
tungen 56 bis 58 nur fur die Verbindungselemente
ein, in denen ein grof3er Strom fliet und die Korro-
sion durch Schwefel eher geférdert wird. Somit ver-
bessert die Halbleitervorrichtung A20 wirksam die
Bestandigkeit gegen Korrosion durch Schwefel. Die
Halbleitervorrichtung A20 hat die gleiche Ausgestal-
tung wie die Halbleitervorrichtung A10 und erreicht
damit die gleiche Wirkung wie die Halbleitervorrich-
tung A10.

[0078] Fig. 15 zeigt eine Halbleitervorrichtung A30
gemal einer dritten Ausfiihrungsform der vorliegen-
den Offenbarung. Fig. 15 ist eine Draufsicht auf die
Halbleitervorrichtung A30, die der Fig. 2 entspricht.
Zum besseren Verstandnis ist in Fig. 15 das Harzele-
ment 6 transparent dargestellt, und die Umrisse des
Harzelements 6 sind durch gedachte Linien (doppelt
gestrichelte Linien) gekennzeichnet. Die Halbleiter-
vorrichtung A30 der vorliegenden Ausfiihrungsform
unterscheidet sich von der Halbleitervorrichtung
A10 der ersten Ausfiihrungsform durch die Ausge-
staltung des jeweiligen Drahts 55. Die Ausgestaltung
und die Betriebsweise von anderen Teilen der vorlie-
genden Ausfihrungsform sind die gleichen wie bei
der ersten Ausflihrungsform. Es ist zu beachten,
dass verschiedene Teile der oben beschriebenen
ersten und zweiten Ausflihrungsform wahlweise in
einer beliebigen geeigneten Kombination verwendet
werden kénnen.

[0079] Die Drahte 55 der vorliegenden Ausflih-
rungsform haben die gleiche Ausgestaltung wie die
Drahte 51. Das heil’t, alle Verbindungselemente 5
(die Drahte 51 bis 55) der Halbleitervorrichtung A30
weisen den Kern 51A und die Oberflachenschicht
51B, die den Kern 51A bedeckt, auf.

[0080] In der vorliegenden Ausflihrungsform weisen
die Drahte 51 bis 55 jeweils einen Kern 51A und eine
Oberflachenschicht 51B, die den Kern 51A bedeckt,
auf. Bei einer solchen Ausgestaltung der Drahte 51
bis 55 sind die Kerne 51A gegen Korrosion durch
Schwefel und Halogen geschiitzt und werden auch
vor Oxidation bewahrt. Das Einsatzmaterial der
Deckschicht 51B enthalt Pd. Somit verbessert die
Oberflachenschicht 51B die Bondfestigkeit der
Drahte 51 bis 55 an dem leitenden Tragerelement 4
und verhindert gleichzeitig Korrosion und Oxidation

des Kerns 51A. Ferner ist gemaf der vorliegenden
Ausfuhrungsform das Einsatzmaterial des Kerns
51A eine Legierung, in der zur Verbesserung der
Korrosionsbestandigkeit gegeniber Schwefel ein
Zusatzmetall zu Cu, der Basismetallkomponente,
hinzugefugt ist. In den Drahten 51 bis 55 kann
daher selbst dann, wenn sich ein Teil der Oberfla-
chenschicht 51B abldst, um einen Teil des Kerns
51A freizulegen, die Korrosion des Kerns 51A durch
Schwefel unterdriickt werden. In der vorliegenden
Ausflhrungsform wird Pt als das Zusatzmetall ver-
wendet. So wird die durch Schwefel bedingte Korro-
sion des Kerns 51A wirksam unterdrickt. Die Halb-
leitervorrichtung A30 hat die gleiche Ausgestaltung
wie die Halbleitervorrichtung A10, wodurch die glei-
che Wirkung wie bei der Halbleitervorrichtung A10
erreicht wird. Gemal der vorliegenden Ausfihrungs-
form kann fur die Drahte 51 bis 55 das gleiche Draht-
material verwendet werden. Daher ist es nicht not-
wendig, das Drahtmaterial oder das Bondverfahren
in Abhangigkeit von dem zu bildenden Draht zu
andern, so dass der Herstellungsprozess vereinfacht
werden kann.

[0081] Fig. 16 zeigt eine Halbleitervorrichtung A40
gemal einer vierten Ausfihrungsform der vorliegen-
den Offenbarung. Fig. 16 ist eine Draufsicht auf die
Halbleitervorrichtung A40, die der Fig. 2 entspricht.
Zum besseren Verstandnis ist in Fig. 16 das Harzele-
ment 960 transparent dargestellt, und die Umrisse
des Harzelements 960 sind durch gedachte Linien
(doppelt gestrichelte Linien) gekennzeichnet. Die
Halbleitervorrichtung A40 der vorliegenden Ausfih-
rungsform unterscheidet sich von der Halbleitervor-
richtung A10 der ersten Ausflihrungsform dadurch,
dass es anstelle des elektronischen Bauteils 1 ein
Halbleiterelement 920 aufweist. Die Ausgestaltung
und die Betriebsweise der anderen Teile der vorlie-
genden Ausflhrungsform sind die gleichen wie bei
der ersten Ausflihrungsform. Es ist zu beachten,
dass verschiedene Teile der oben beschriebenen
ersten bis dritten Ausfiihrungsform wahlweise in
einer beliebigen geeigneten Kombination verwendet
werden kdnnen.

[0082] Die Halbleitervorrichtung A40 gemafl der
vorliegenden Ausfiihrungsform kann beispielweise
ein Gehause mit der Bezeichnung DFN (Dual Flat-
pack No-leaded) haben. Der Gehausetyp der Halb-
leitervorrichtung A40 ist nicht beschrankt. Die Halb-
leitervorrichtung A40 weist das Halbleiterelement
920 anstelle des elektronischen Bauteils 1 auf. Die
Halbleitervorrichtung A40 weist ferner Zuleitungen
941 bis 943 als leitendes Tragerelement 4, Drahte
951 und 952 als Verbindungselemente 5 und ein
Harzelement 960 auf.

[0083] Die Zuleitung 941 ist in y-Richtung an dem
Ende auf einer Seite (der oberen Seite in Fig. 16)
der Halbleitervorrichtung A40 angeordnet und
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erstreckt sich in x-Richtung Uber die gesamte Vor-
richtung. Die Zuleitung 942 ist in y-Richtung an der
Ecke auf der anderen Seite (der unteren Seite in
Fig. 16) und in x-Richtung auf einer Seite (der linken
Seite in Fig. 16) angeordnet. Die Zuleitung 943 ist in
der y-Richtung an der Ecke auf der anderen Seite
und auf der anderen Seite in der x-Richtung (die
rechte Seite in Fig. 16) angeordnet. Die Zuleitung
942 und die Zuleitung 943 sind in der y-Richtung
von der Zuleitung 941 beabstandet und in der x-Rich-
tung voneinander beabstandet. Die Zuleitung 941
tragt das Halbleiterelement 920. Die Zuleitungen
941 bis 943 sind jeweils elektrisch mit dem Halblei-
terelement 920 verbunden.

[0084] Das Halbleiterelement 920 ist beispielsweise
ein MOSFET. Das Halbleiterelement 920 kann auch
ein anderer Transistor sein, wie z. B. ein IGBT. Das
Halbleiterelement 920 hat eine Source-Elektrode
921 und eine Gate-Elektrode 922, die auf seiner Vor-
derseitenflache angeordnet sind, und eine Drain-
Elektrode, die auf seiner Riickseitenflache angeord-
net ist. Die Drain-Elektrode des Halbleiterelements
920 ist Uber ein Bondmaterial elektrisch mit der Zulei-
tung 941 verbunden. Somit fungiert die Zuleitung 941
als Drain-Anschluss. Die Source-Elektrode 921 des
Halbleiterelements 920 ist Uber einen Draht 951
elektrisch mit der Zuleitung 942 verbunden. Somit
fungiert die Zuleitung 942 als Source-Anschluss.
Die Gate-Elektrode 922 des Halbleiterelements 920
ist Uber einen Draht 952 elektrisch mit der Zuleitung
943 verbunden. Somit fungiert die Zuleitung 943 als
Gate-Anschluss.

[0085] Der Draht 951 verbindet die Source-Elekt-
rode 921 des Halbleiterelements 920 und die Zulei-
tung 942 elektrisch miteinander. Der Draht 951 ist an
einem Ende an die Source-Elektrode 921 und am
anderen Ende an die Zuleitung 942 gebondet. Der
Draht 951 hat die gleiche Ausgestaltung wie die
Drahte 51 der ersten Ausfiihrungsform und weist
einen Kern 51A und eine Oberflachenschicht 51B,
die den Kern 51A bedeckt, auf. Der Draht 952 ver-
bindet die Gate-Elekirode 922 des Halbleiterele-
ments 920 und die Zuleitung 943 elektrisch miteinan-
der. Der Draht 952 ist an einem Ende an die Gate-
Elektrode 922 und am anderen Ende an die Zulei-
tung 943 gebondet. Der Draht 952 hat die gleiche
Ausgestaltung wie die Drahte 55 der ersten Ausflih-
rungsform. Da in der Source-Elektrode 921 ein relativ
groBer Strom flief3t, flieRt auch ein relativ grofder
Strom in dem Draht 951. In der Gate-Elektrode 922
flieRt ein relativ kleiner Strom im Vergleich zu dem in
der Source-Elektrode 921 flieRenden Strom. Daher
ist der in dem Draht 952 flieRende Strom kleiner als
der in dem Draht 951 flieRende Strom. In der vorlie-
genden Ausfihrungsform hat nur der Draht 951, in
dem ein groRBer Strom flieBt und Korrosion durch
Schwefel eher geférdert wird, die Ausgestaltung, in
der der Kern 51A mit der Oberflachenschicht 51B

bedeckt ist. Der Draht 952, in dem ein relativ kleiner
Strom flie3t, weist keine Oberflachenschicht auf.

[0086] In der vorliegenden Ausfihrungsform
umfasst der Draht 951 einen Kern 51A und eine
Oberflachenschicht 51B, die den Kern 51A bedeckt.
Bei einer solchen Ausgestaltung des Drahtes 951 ist
der Kern 51A gegen Korrosion durch Schwefel und
Halogen geschitzt und ist auch vor Oxidation
bewahrt. Das Einsatzmaterial der Oberflachen-
schicht 51B enthalt Pd. Somit verbessert die Ober-
flachenschicht 51B die Bondfestigkeit des Drahtes
951 an der Zuleitung 942 und verhindert gleichzeitig
Korrosion und Oxidation des Kerns 51A. Ferner ist
gemal der vorliegenden Ausflihrungsform das Ein-
satzmaterial des Kerns 51A eine Legierung, in der
zur Verbesserung der Korrosionsbestandigkeit
gegeniber Schwefel ein Zusatzmetall zu Cu, der
Basismetallkomponente, hinzugefigt ist. Bei dem
Draht 951 kann daher selbst dann, wenn ein Teil
der Oberflachenschicht 51B abblattert, um einen
Teil des Kerns 51A freizulegen, die durch Schwefel
bedingte Korrosion des Kerns 51A unterdriickt wer-
den. In der vorliegenden Ausfuhrungsform wird Pt als
das Zusatzmetall verwendet. So wird die durch
Schwefel bedingte Korrosion des Kerns 51A wirksam
unterdruckt.

[0087] In der vorliegenden Ausflihrungsform enthalt
wiederum der Draht 952 keinen Abschnitt, der der
Oberflachenschicht 51B des Drahtes 951 entspricht,
und besteht nur aus einem Abschnitt, der dem Kern
51A entspricht. Da in dem Draht 952 nur ein relativ
kleiner Strom flief3t, wird die Korrosion durch Schwe-
fel weniger wahrscheinlich geférdert. In der Halblei-
tervorrichtung A40 hat nur der Draht 951, in dem ein
groRer Strom flieRt und Korrosion durch Schwefel
eher gefoérdert wird, die Ausgestaltung, bei der der
Kern 51A mit der Oberflachenschicht 51B bedeckt
ist. Somit verbessert die Halbleitervorrichtung A40
wirksam die Bestandigkeit gegen durch Schwefel
bedingte Korrosion. Wenn das Einsatzmaterial des
Drahtes 952 Cu ist, dem keine anderen Metalle hin-
zugefugt sind, kdnnen die Kosten fur den Draht 952
im Vergleich zum Draht 951 reduziert werden. Daher
kann die Halbleitervorrichtung A40 sowohl eine ver-
besserte Bestandigkeit gegen Korrosion durch
Schwefel als auch eine Kostenreduzierung errei-
chen. Wenn das Einsatzmaterial des Drahtes 952
Au ist, kann die Halbleitervorrichtung A40 aulRerdem
die Kosten im Vergleich zu dem Fall senken, in dem
der Draht 951 die gleiche Ausgestaltung wie der
Draht 952 hat. Da der Hauptbestandteil des Drahtes
951, in dem ein groRRer Strom flieRt, Cu ist, kbnnen
aullerdem Verluste aufgrund von Widerstand im Ver-
gleich zu dem Fall unterdriickt werden, in dem Au
verwendet wird, das einen hoheren elektrischen
Widerstand als Cu hat. Daher kann die Halbleitervor-
richtung A40 sowohl eine verbesserte Korrosionsbe-
standigkeit gegenlber Schwefel als auch eine Unter-
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drickung des Widerstandsverlustes und eine Sen-
kung der Kosten erreichen. Die Halbleitervorrichtung
A40 hat eine Ausgestaltung, die der der Halbleiter-
vorrichtung A10 gemein ist und erreicht dadurch die
gleiche Wirkung wie die Halbleitervorrichtung A10.

[0088] Obwohl die vorliegende Ausfihrungsform
den Fall beschreibt, in dem das Halbleiterelement
920 ein Transistor ist, ist die vorliegende Offenba-
rung nicht darauf beschrankt. Die Art des Halbleite-
relements 920 ist nicht beschrankt. Die Anzahl, die
Form und die Anordnung des leitenden Tragerele-
ments 4 sind nicht beschrankt, ebenso wenig wie
die Anzahl der Verbindungselemente 5.

[0089] Fig. 17 zeigt eine Halbleitervorrichtung A50
gemal einer flinften Ausfihrungsform der vorliegen-
den Offenbarung. Fig. 17 ist eine Draufsicht auf die
Halbleitervorrichtung A50, die der Fig. 2 entspricht.
Zum besseren Verstandnis ist in Fig. 17 das Harzele-
ment 960 transparent dargestellt, und die Umrisse
des Harzelements 960 sind durch gedachte Linien
(doppelt gestrichelte Linien) gekennzeichnet. Die
Halbleitervorrichtung A50 der vorliegenden Ausflh-
rungsform unterscheidet sich von der Halbleitervor-
richtung A10 der ersten Ausflihrungsform dadurch,
dass es anstelle des elektronischen Bauteils 1 ein
Halbleiterelement 970 aufweist. Die Ausgestaltung
und die Betriebsweise der anderen Teile der vorlie-
genden Ausfihrungsform sind die gleichen wie bei
der ersten Ausflihrungsform. Es ist zu beachten,
dass verschiedene Teile der oben beschriebenen
ersten bis vierten Ausfihrungsform wahlweise in
einer beliebigen geeigneten Kombination verwendet
werden kénnen.

[0090] Die Halbleitervorrichtung A50 der vorliegen-
den Ausfiihrungsform weist das Halbleiterelement
970 anstelle des elektronischen Bauteils 1 auf. Die
Halbleitervorrichtung A50 weist ferner eine Zuleitung
944 und eine Mehrzahl von Zuleitungen 945 als lei-
tendes Tragerelement 4, Drahte 951 und 952 als Ver-
bindungselemente 5 und ein Harzelement 960 auf.

[0091] Die Zuleitung 944 ist in x-Richtung in der
Mitte der Halbleitervorrichtung A50 angeordnet und
erstreckt sich in y-Richtung tber die gesamte Vor-
richtung. Die Mehrzahl von Zuleitungen 945 ist in x-
Richtung auf beiden Seiten der Zuleitung 944 ange-
ordnet, finf auf jeder Seite, in gleichen Abstanden in
y-Richtung. Die Zuleitungen 945 sind von der Zulei-
tung 944 beabstandet und voneinander beabstandet.
Die Zuleitung 944 tragt das Halbleiterelement 970.
Jede Zuleitung 945 ist elektrisch mit dem Halbleiter-
element 970 verbunden. In der vorliegenden Ausfiih-
rungsform weisen die Zuleitungen 945 eine Zuleitung
945a und eine Zuleitung 945b auf. Die Zuleitung
945a ist oben auf der linken Seite in Fig. 17 ange-
ordnet, und die Zuleitung 945b ist unten auf der lin-
ken Seite in Fig. 17 angeordnet.

[0092] Das Halbleiterelement 970 ist zum Beispiel
ein LSI (Large Scale Integration). Bei dem Halbleiter-
element 970 kann es sich auch um andere elektroni-
sche Bauteile handeln. Das Halbleiterelement 970 ist
Uber ein Bondmaterial an die Zuleitung 944 gebon-
det. Das Halbleiterelement 970 hat eine Mehrzahl
von Elektrodenpads 971, die auf dessen Vordersei-
tenflache angeordnet sind. Die Mehrzahl von Elekt-
rodenpads 971 weist ein Elektrodenpad 971a und ein
Elektrodenpad 971b auf. Bei dem Elektrodenpad
971a handelt es sich um eine Stromversorgungse-
lektrode. Bei dem Elektrodenpad 971b handelt es
sich um eine Masseelektrode. In der vorliegenden
Ausfuhrungsform ist das Elektrodenpad 971a in
Fig. 17 oben auf der linken Seite der Vorderseiten-
flache angeordnet, und das Elektrodenpad 971b ist
in Fig. 17 unten auf der linken Seite der Vorderseiten-
flache angeordnet. Die Position der einzelnen Elekt-
rodenpads 971 ist nicht beschrankt. Die Elektroden-
pads 971, mit Ausnahme der Elektrodenpads 971a
und 971b, sind Uber Drahte 952 mit verschiedenen
Zuleitungen 945 verbunden. Das Elektrodenpad
971a ist Uber einen Draht 951 mit der Zuleitung
945a verbunden. Somit fungiert die Zuleitung 945a
als Stromversorgungsanschluss. Das Elektrodenpad
971b ist Uber einen Draht 951 mit der Zuleitung 945b
verbunden. Somit fungiert die Zuleitung 945b als
Masseanschluss.

[0093] Ein Draht 951 verbindet das Elektrodenpad
971a des Halbleiterelements 970 und die Zuleitung
945a elektrisch miteinander. Der Draht 951 ist an
einem Ende an das Elektrodenpad 971a gebondet
und am anderen Ende an die Zuleitung 945a gebon-
det. Ein weiterer Draht 951 verbindet das Elektroden-
pad 971b des Halbleiterelements 970 und die Zulei-
tung 945b elektrisch miteinander. Der Draht 951 ist
an einem Ende an das Elektrodenpad 971b gebon-
det und am anderen Ende an die Zuleitung 945b
gebondet. Diese Drahte 951 haben jeweils die glei-
che Ausgestaltung wie die Drahte 51 der ersten Aus-
fuhrungsform und weisen einen Kern 51A und eine
Oberflachenschicht 51B, die den Kern 51A bedeckt,
auf. Die Drahte 952 verbinden die Elektrodenpads
971, mit Ausnahme der Elektrodenpads 971a und
971b, elektrisch, sowie die Zuleitungen 945, mit Aus-
nahme der Zuleitungen 945a und 945b. Jeder Draht
952 ist an einem Ende an ein Elektrodenpad 971
gebondet und am anderen Ende an eine Zuleitung
945 gebondet. Die Drahte 952 haben die gleiche
Ausgestaltung wie die Drahte 55 der ersten Ausfih-
rungsform. Da in den Elektrodenpads 971a und 971b
ein relativ groRer Strom flie3t, fliel3t auch ein relativ
grofRer Strom in den Drahten 951. Andererseits flief3t
in den anderen Elektrodenpads 971 als den Elektro-
denpads 971a und 971b ein relativ kleiner Strom, so
dass in den Drahten 952 ein relativ kleiner Strom
flieRt. In der vorliegenden Ausfuhrungsform haben
nur die Drahte 951, in denen ein relativ groller
Strom flief3t und die Korrosion durch Schwefel eher
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geférdert wird, die Ausgestaltung, bei der der Kern
51A mit der Oberflachenschicht 51B bedeckt ist.
Die Drahte 952, in denen ein relativ kleiner Strom
fliel3t, weisen keine Oberflachenschicht auf.

[0094] In der vorliegenden Ausfihrungsform weist
jeder Draht 951 einen Kern 51A und eine Oberfla-
chenschicht 51B, die den Kern 51A bedeckt, auf.
Bei einer solchen Ausgestaltung der Drahte 951 ist
der Kern 51A vor Korrosion durch Schwefel und
Halogen geschiitzt und wird auch vor Oxidation
bewahrt. Das Einsatzmaterial der Oberflachen-
schicht 51B enthalt Pd. Somit verbessert die Ober-
flachenschicht 51B die Bondfestigkeit der Drahte
951 an den Zuleitungen 945a und 945b und verhin-
dert gleichzeitig Korrosion und Oxidation des Kerns
51A. Ferner ist gemal der vorliegenden Ausfih-
rungsform das Einsatzmaterial des Kerns 51A eine
Legierung, in der ein Zusatzmetall zur Verbesserung
der Korrosionsbestandigkeit gegentiber Schwefel zu
Cu, der Basismetallkomponente, hinzugefugt ist. In
den Drahten 951 kann daher selbst dann, wenn ein
Teil der Oberflachenschicht 51B abblattert und einen
Teil des Kerns 51A freilegt, die durch Schwefel
bedingte Korrosion des Kerns 51A unterdriickt wer-
den. In der vorliegenden Ausfuhrungsform wird Pt als
das Zusatzmetall verwendet. So wird die Korrosion
des Kerns 51A durch Schwefel wirksam unterdriickt.

[0095] In der vorliegenden Ausflihrungsform weisen
die Drahte 952 keinen Teil auf, der der Oberflachen-
schicht 51B der Drahte 951 entspricht, und bestehen
nur aus einem Teil, der dem Kern 51A entspricht. Da
in den Drahten 952 nur ein relativ kleiner Strom flielt,
ist es weniger wahrscheinlich, dass Korrosion durch
Schwefel geférdert wird. In der Halbleitervorrichtung
A50 haben nur die Drahte 951, in denen ein grofer
Strom fliet und Korrosion durch Schwefel eher
gefordert wird, die Ausgestaltung, bei der der Kern
51A mit der Oberflachenschicht 51B bedeckt ist.
Auf diese Weise verbessert die Halbleitervorrichtung
A50 wirksam die Bestandigkeit gegen Korrosion
durch Schwefel. Wenn das Einsatzmaterial der
Drahte 952 Cu ist, dem keine anderen Metalle hinzu-
gefligt werden, konnen die Kosten fiir die Drahte 952
im Vergleich zu den Drahten 951 reduziert werden.
Daher kann die Halbleitervorrichtung A50 sowohl
eine verbesserte Bestandigkeit gegen durch Schwe-
fel bedingte Korrosion als auch eine Kostenreduzie-
rung erreichen. Wenn das Einsatzmaterial der
Drahte 952 Au ist, kann die Halbleitervorrichtung
A50 aullerdem die Kosten im Vergleich zu dem Fall
senken, in dem die Drahte 951 die gleiche Ausgestal-
tung wie die Drahte 952 haben. Da der Hauptbe-
standteil der Drahte 951, in denen ein groRer Strom
flie3t, Cu ist, kbnnen dartber hinaus Verluste auf-
grund von Widerstand im Vergleich zu dem Fall
unterdrickt werden, in dem Au, das einen hoheren
elektrischen Widerstand als Cu hat, verwendet wird.
Daher kann die Halbleitervorrichtung A50 sowohl

eine verbesserte Bestandigkeit gegen Korrosion
durch Schwefel als auch eine Unterdriickung des
Widerstandsverlustes und eine Senkung der Kosten
erreichen. Die Halbleitervorrichtung A50 hat die glei-
che Ausgestaltung wie die Halbleitervorrichtung A10
und erreicht dadurch die gleiche Wirkung wie die
Halbleitervorrichtung A10.

[0096] Obwohl die vorliegende Ausfihrungsform
den Fall beschreibt, in dem das Halbleiterelement
970 ein LSI ist, ist die vorliegende Offenbarung
nicht darauf beschrankt. Die Art des Halbleiterele-
ments 970 ist nicht beschrankt. Die Anzahl, Form
und Anordnung des leitenden Tragerelements 4 ist
nicht beschrankt, ebenso wenig wie die Anzahl der
Verbindungselemente 5.

[0097] Die Halbleitervorrichtung gemaf der vorlie-
genden Offenbarung ist nicht auf die oben beschrie-
benen Ausfiuhrungsformen beschrankt. Verschie-
dene Modifikationen im Design kénnen in der
spezifischen Struktur jedes Teils der Halbleitervor-
richtung gemaR der vorliegenden Offenbarung frei
vorgenommen werden. Die vorliegende Offenbarung
weist Ausfihrungsformen auf, die in den folgenden
Ansprichen beschrieben sind.

Klausel 1.

[0098] Halbleitervorrichtung, umfassend:
ein Halbleiterelement (2A);

eine erste Zuleitung (41), die elektrisch mit dem
Halbleiterelement verbunden ist; und

ein Verbindungselement (51), das mit dem Halb-
leiterelement und der ersten Zuleitung verbun-
den ist, wobei

das Verbindungselement einen Kern (51A) auf-
weist, der ein erstes Material und eine Oberfla-
chenschicht (51B) enthalt, wobei die Oberfla-
chenschicht den Kern bedeckt und ein erstes
Metall (Pd) enthalt,

das erste Material eine Legierung aufweist, in
der mindestens ein drittes Metall (Pt) zu einem
zweiten Metall (Cu) hinzugeflgt ist und eine
héhere Korrosionsbestandigkeit als das zweite
Metall hat, und

das dritte Metall einen héchsten Anteil unter den
zugefiigten Metallen hat und eine héhere Ord-
nungszahl als das zweite Metall hat.

Klausel 2.

[0099] Halbleitervorrichtung nach Klausel 1, wobei
das zweite Metall Cu ist.
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Klausel 3.

[0100] Halbleitervorrichtung nach Klausel 1 oder 2,
wobei das dritte Metall Pt ist.

Klausel 4.

[0101] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln
1 bis 3, wobei das erste Metall eine grolRere Bondfes-
tigkeit an der ersten Zuleitung aufweist als das erste
Material.

Klausel 5.

[0102] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln
1 bis 4, wobei das erste Metall Pd ist.

Klausel 6.

[0103] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln
1 bis 5, wobei das Verbindungselement ein Draht ist.

Klausel 7. (die erste bis dritte Ausflihrungsform, Fig.
2)

[0104] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln
1 bis 6, ferner umfassend:

ein zweites Halbleiterelement (3);

eine zweite Zuleitung (45), die elektrisch mit
dem zweiten Halbleiterelement verbunden ist;
und

ein zweites Verbindungselement (55), das mit
dem zweiten Halbleiterelement und der zweiten
Zuleitung verbunden ist und derart ausgestaltet
ist, dass ein darin flieRender Strom kleiner ist als
ein in dem Verbindungselement flieRender
Strom,

wobei das zweite Verbindungselement aus-
schlielich aus einem zweiten Kern besteht,
der ein zweites Material (Cu) enthalt.

Klausel 8.

[0105] Halbleitervorrichtung nach Klausel 7, wobei
das Halbleiterelement ein Transistor ist, und

das zweite Halbleiterelement ein Treiber-IC ist, der
den Transistor aktiviert bzw. ansteuert (,drives®) und
steuert (,controls®) .

Klausel 9 (die vierte Ausflihrungsform, Fig. 16)
[0106] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln

1 bis 6, ferner umfassend:

eine zweite Zuleitung (943), die elektrisch mit
dem Halbleiterelement (920) verbunden ist; und

ein zweites Verbindungselement (952), das mit
dem Halbleiterelement und der zweiten Zulei-

tung verbunden und derart ausgestaltet ist,
dass ein darin flieBender Strom kleiner ist als
ein in dem Verbindungselement flieRender
Strom,

wobei das zweite Verbindungselement aus-
schlielllich aus einem zweiten Kern besteht,
der ein zweites Material enthalt.

Klausel 10.

[0107] Die Halbleitervorrichtung nach Klausel 9,
wobei das Halbleiterelement ein Transistor ist.

Klausel 11.

[0108] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln
7 bis 10, wobei das zweite Material ausschlief3lich
aus dem zweiten Metall (Cu) besteht, dem keine
anderen Metalle hinzugefiigt sind.

Klausel 12.

[0109] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln
7 bis 10, wobei das zweite Material ein viertes Metall
(Au) enthalt, das einen hdheren spezifischen elektri-
schen Widerstand bzw. eine hohere elektrische
Widerstandsfahigkeit (,electrical resistivity®) als das
zweite Metall (Cu) aufweist.

Klausel 13.

[0110] Halbleitervorrichtung nach Klausel 12, wobei
das vierte Metall Au ist.

Klausel 14.

[0111] Halbleitervorrichtung nach einer der Klauseln
1 bis 13, ferner umfassend ein Harzelement (6), das
das Verbindungselement bedeckt, und

das Harzelement einen Schwefelgehalt von 5 ppm
oder mehr hat.

BEZUGSZIFFERN

[0112]

A10, A20, A30, A40: Halbleitervorrichtung 1: Elekt-
ronisches Bauteil

2A, 2B: Erstes Halbleiterelement

21A, 21B: Halbleitersubstrat

211A, 211B: Substrat-Vorderseitenflache

212A, 212B: Substrat-Ruickseitenflache

220A, 220B: Aktiver Bereich 221A, 221B: Halbleiter-
bereich 222A, 222B: Halbleiterbereich
223A, 223B: Halbleiterbereich

23A, 23B: Verdrahtungsschicht 231:
Schicht 232: Isolierschicht

233: Kontaktloch 24A, 24B: Schutzfilm
251A, 251B, 252A, 252B: Elektrodenpad
3: Zweites Halbleiterelement 301: Element-Vorder-
seitenflache 31: Elektrodenpad

Leitende
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32: Schutzfilm 4: Leitendes Tragerelement 41: Zulei-
tung 411: Anschluss- bzw. Terminalabschnitt 412:
Pad-Abschnitt 412A: Bondschnittstelle

42: Zuleitung 421:

Abschnitt

43: Zuleitung 431:

Abschnitt

44: Zuleitung 441:

Abschnitt

45: Zuleitung 451:

Abschnitt

Anschlussabschnitt 422: Pad-

Anschlussabschnitt 432: Pad-

Anschlussabschnitt 442: Pad-

Anschlussabschnitt 452: Pad-

46: Die-Pad-Vorderseitenflache 461: Pad-Abschnitt
461a: Die-Pad-Vorderseitenflache 462: Verlange-

rungsabschnitt
462a: Endflache

49: Metallschicht 5: Verbindungselement 51 bis 55:
Draht 51A: Kern 51B: Oberflachenschicht 511:
Hauptabschnitt 512: Endabschnitt 512A: Verjlngter
Abschnitt 512B: Spitze 56 bis 58: Verbindungszulei-
tung 56A: Hauptkérper 56B: Oberflachenschicht

6: Harzelement 61: Harz-Vorderseitenflache

62: Harz-Ruckseitenflache

63, 631, 632: Harz-Seitenflachen 7: Bondmaterial
920,970: Halbleiterelement 921: Source-Elektrode
922: Gate-Elektrode 971, 971a, 971b: Elektrodenpad
941 bis 945, 945a, 945b: Zuleitung

951, 952: Draht 960: Harzelement
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Patentanspriiche

1. Halbleitervorrichtung, umfassend:
ein Halbleiterelement;
eine erste Zuleitung, die elektrisch mit dem Halblei-
terelement verbunden ist; und
ein Verbindungselement, das mit dem Halbleiterele-
ment und der ersten Zuleitung verbunden ist, wobei
das Verbindungselement einen Kern aufweist, der
ein erstes Material und eine Oberflachenschicht ent-
halt, wobei die Oberflachenschicht den Kern
bedeckt und ein erstes Metall enthalt,
das erste Material eine Legierung aufweist, in der
mindestens ein drittes Metall zu einem zweiten
Metall hinzugefiigt ist und die eine héhere Korro-
sionsbestandigkeit als das zweite Metall hat, und
das dritte Metall einen hochsten Anteil unter den
zugefugten Metallen hat und eine hdhere Ordnungs-
zahl als das zweite Metall hat.

2. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1, wobei
das zweite Metall Cu ist.

3. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
wobei das dritte Metall Pt ist.

4. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspri-
che 1 bis 3, wobei das erste Metall eine gréRere
Bondfestigkeit an der ersten Zuleitung hat als das
erste Material.

5. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspri-
che 1 bis 4, wobei das erste Metall Pd ist.

6. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspri-
che 1 bis 5, wobei das Verbindungselement ein
Draht ist.

7. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspri-
che 1 bis 6, ferner umfassend:
ein zweites Halbleiterelement;
eine zweite Zuleitung, die elektrisch mit dem zweiten
Halbleiterelement verbunden ist; und
ein zweites Verbindungselement, das mit dem zwei-
ten Halbleiterelement und der zweiten Zuleitung ver-
bunden ist und derart ausgestaltet ist, dass ein darin
flieRender Strom kleiner ist als ein in dem Verbin-
dungselement flieBender Strom,
wobei das zweite Verbindungselement ausschlief3-
lich aus einem zweiten Kern besteht, der ein zweites
Material enthalt.

8. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 7, wobei
das Halbleiterelement ein Transistor ist, und das
zweite Halbleiterelement ein Treiber-IC ist, der den
Transistor aktiviert und steuert.

9. Halbleitervorrichtung nach einem der Anspru-
che 1 bis 6, ferner umfassend:
eine zweite Zuleitung, die elektrisch mit dem Halb-

leiterelement verbunden ist; und

ein zweites Verbindungselement, das mit dem Halb-
leiterelement und der zweiten Zuleitung verbunden
und derart ausgestaltet ist, dass ein darin flieRender
Strom kleiner ist als ein in dem Verbindungselement
flieRender Strom,

wobei das zweite Verbindungselement ausschliel3-
lich aus einem zweiten Kern besteht, der ein zweites
Material enthalt.

10. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 9,
wobei das Halbleiterelement ein Transistor ist.

11. Halbleitervorrichtung nach einem der
Anspriche 7 bis 10, wobei das zweite Material aus-
schlieBlich aus dem zweiten Metall besteht, dem
keine anderen Metalle zugefluigt sind.

12. Halbleitervorrichtung nach einem der
Anspriiche 7 bis 10, wobei das zweite Material ein
viertes Metall enthalt, das einen hoheren spezifi-
schen Widerstand als das zweite Metall hat.

13. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 12,
wobei das vierte Metall Au ist.

14. Halbleitervorrichtung nach einem der
Anspruche 1 bis 13, ferner umfassend ein Harzele-
ment, das das Verbindungselement bedeckt, und
das Harzelement einen Schwefelgehalt von 5 ppm
oder mehr hat.

Es folgen 15 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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FIG.7
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